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サイプレスはインフィニオン テクノロジーズになりました
この表紙に続く文書には「サイプレス」と表記されていますが、これは同社が最初にこ
の製品を開発したからです。新規および既存のお客様いずれに対しても、引き続きイン
フィニオンがラインアップの一部として当該製品をご提供いたします。

文書の内容の継続性
下記製品がインフィニオンの製品ラインアップの一部として提供されたとしても、それ
を理由としてこの文書に変更が加わることはありません。今後も適宜改訂は行います
が、変更があった場合は文書の履歴ページでお知らせします。
 
注文時の部品番号の継続性
インフィニオンは既存の部品番号を引き続きサポートします。ご注文の際は、データシー
ト記載の注文部品番号をこれまで通りご利用下さい。



CY14B116K/CY14B116M

リ アル タ イム ク ロ ッ ク付き 16M ビ ッ ト
(2048K × 8 ／ 1024K × 16) nvSRAM
特長

■ 16M ビ ッ ト の不揮発性ス タ テ ィ ッ ク RAM (nvSRAM) 
❐ 25ns および 45ns のア クセス時間

❐ 2048K × 8 (CY14B116K) または
1024K × 16 (CY14B116M) と し て内部的に構成

❐ 小容量コ ンデンサでのみ電源切断時の自動 STORE を実行

❐  QuantumTrap 不揮発性素子への STORE を ソ フ ト ウ ェ ア、
デバイス ピン、 または電源切断時の AutoStore によ り実行

❐ SRAM への RECALL 処理を ソ フ ト ウ ェ アまたは電源投入で
実行

■ 高い信頼性

❐ 回数に制限のない読み出し、 書き込み、 および RECALL サ

イ クル
❐ QuantumTrap に対する 100 万回の STORE サイ クル 
❐ 20 年のデー タ保持期間 

■ ス リ ープ モー ド の動作

■ フル機能のリ アル タ イム ク ロ ッ ク  (RTC)
❐ ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマ

❐ プログラム可能な割込み付きのク ロ ッ ク  ア ラーム

❐ バッ ク ア ッ プ電源異常表示

❐ 周波数がプログラム可能な方形波出力 (1Hz、512Hz、4096Hz、
32.768kHz)

❐ RTC 用のコ ンデンサまたはバッ ク ア ッ プ バッ テ リ

❐ 0.45μA (Typ) のバッ ク ア ッ プ電流

■ 低消費電力

❐ ア クセス時間 45ns 時 75mA のア ク テ ィ ブ電流

❐ 750μA のス タ ンバイ モー ド 電流

❐ 10μA のス リ ープ モー ド 電流 

■ 動作電圧 : VCC = 2.7V ～ 3.6V

■ 産業用温度範囲 : –40°C ～ +85°C

■ パッ ケージ

❐ 44 ピン薄型小型パッ ケージ (TSOP II) 

❐ 54 ピン薄型小型パッ ケージ (TSOP II)

❐ 165 ボール微細ピ ッ チ ボール グ リ ッ ド  アレ イ (FBGA) パッ
ケージ

■ RoHS 準拠

機能の説明

サ イ プ レ ス CY14B116K ／ CY14B116M は、 16M ビ ッ ト の

nvSRAM と フル機能の RTC を、 モ ノ リ シ ッ クの集積回路で組

み合わせます。nvSRAM は、各 メ モ リ  セルに不揮発性素子を組

み込んだ高速 SRAM です。 この メ モ リは、 2048K バイ ト ×8
ビ ッ ト または 1024K ワー ド ×16 ビ ッ ト で構成されています。組

込み型不揮発性素子には、 世界最高級の信頼性を備えた不揮発
性 メ モ リ を 実現す る QuantumTrap 技術 を 採用 し て い ま す。

SRAM の読み出し／書き込みの回数は無制限です。 不揮発性素

子に保持される不揮発性デー タは、 SRAM に書き込まれる時に

変わ り ま せん。 SRAM か ら 不揮発性要素へのデ ー タ 転送

(STORE 動作 ) は、 電源切断時に自動的に実行されます。 電源

投入時には、不揮発性 メ モ リから SRAM にデー タが復元されま

す (RECALL 動作 )。 STORE と RECALL 両方の動作はソ フ ト

ウ ェ ア制御で も実行する こ とができます。

RTC 機能によ り、 う る う 年対応の正確な ク ロ ッ ク と プログラム

可能な高精度発振器を提供し ます。ア ラーム機能は、定期的な分、
時、 日、 または月のア ラームに応じ てプログラムできます。 ま
た、 プログラム可能なウォ ッ チ ド ッ グ タ イ マ も備えています。

すべての関連資料の一覧については、 こ こ を ク リ ッ ク し て く だ
さ い。
Cypress Semiconductor Corporation  • 198 Champion Court  • San Jose, CA 95134-1709  • 408-943-2600

文書番号 : 001-92102 Rev. *B  改訂日 2020 年 1 月 31 日
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 注 :
1. ×8 構成のア ド レスは A0 ～ A20、 ×16 構成のア ド レスは A0 ～ A19 です。

2. ×8 構成のデー タは DQ0 ～ DQ7、 ×16 構成のデー タは DQ0 ～ DQ15 です。

3. BLE、 BHE は x16 構成にのみ適用でき ます。

4. TSOP II パッ ケージはシングル CE オプシ ョ ンで、 BGA パッ ケージはデュ アル CE オプシ ョ ンで提供されています。 本デー タ シー ト では、 デュ アル CE デバイ ス

に対し て、 CE は CE1 と CE2 の内部の論理的結合を示し、 CE1 が LOW で、 CE2 が HIGH の場合、 CE は LOW です。 それ以外の場合は、 CE は HIGH です。
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ピン配置

図 1.  ピン配置図 : 44 ピン TSOP II (×8) 図 2.  ピン配置図 : 54 ピン TSOP II (×16)

図 3.  ピン配置図 : 165 ボール FBGA (×16)
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 注 :
5. 32M ビ ッ ト 製品用のア ド レス拡張です。 NC ピンはダイに接続されていません。
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表 1.  ピン機能

ピン名 入出力 説明

A0 ～ A20
入力

ア ド レス入力 : ×8 構成で nvSRAM の 2,097,152 バイ ト のひ と つを選択するために使用

A0 ～ A19 ア ド レス入力 : ×16 構成で nvSRAM の 1,048,576 ワー ド のひ と つを選択するために使用

DQ0 ～ DQ7
入力／出力

×8 構成の双方向データ I/O ラ イ ン : 動作に応じ て入力または出力ラ イ ン と し て使用

DQ0 ～ DQ15 ×16 構成の双方向デー タ I/O ラ イ ン : 動作に応じ て入力または出力ラ イ ン と し て使用

WE 入力
書き込みイネーブル入力、 ア ク テ ィ ブ LOW: LOW の場合、 I/O ピンのデータが、 特定のア ド レス位置

に書き込まれる 

CE

入力

TSOP II パッ ケージのチ ッ プ イネーブル入力、 ア ク テ ィ ブ LOW: LOW の場合、 チ ッ プを選択。 HIGH
の場合は、 チ ッ プの選択を解除

CE1、 CE2

FBGA パッ ケージのチ ッ プ イネーブル入力 : デバイスが選択され、 メ モ リ  ア ク セスは CE1 の立ち下が

り エ ッ ジ (CE2 が HIGH の場合 ) または CE2 の立ち上がり エ ッ ジ (CE1 が LOW の場合 ) で開始 

OE 入力
出力イネーブル、 ア ク テ ィ ブ LOW: ア ク テ ィ ブ LOW の OE 入力は、 読み出しサイ クル中にデー タ出力

バッ フ ァ を有効にする。 OE HIGH をデアサー ト する と、 I/O ピンが ト ラ イ ステー ト になる

BLE 入力 バイ ト  イネーブル、 ア ク テ ィ ブ LOW: LOW の場合、 DQ7 ～ DQ0 が有効になる

BHE 入力 バイ ト  イネーブル、 ア ク テ ィ ブ LOW: LOW の場合、 DQ15 ～ DQ8 が有効になる

ZZ[6] 入力
ス リ ープ モー ド  イネーブル : ZZ ピンが LOW に される と、 デバイスは低電力ス リ ープ モー ド に入り、 最

低の電力を消費。 ZZ 入力は、 CE と論理積がと られるため、 通常の動作の間 HIGH でなければな ら ない

X 出力
[7] 出力 水晶発振器接続 : 起動時に水晶発振器を駆動

X 入力
[7] 入力 水晶発振器接続 : 32.768kHz 水晶用 

VRTCcap
[7] 電源

コ ンデンサが供給するバッ ク ア ッ プ RTC 電源電圧 : VRTCbat が使用されている場合は、 未接続のまま

になる

VRTCbat
[7] 電源

バッ テ リが供給するバッ ク ア ッ プ RTC 電源電圧 : VRTCcap が使用されている場合は、 未接続のままに

なる

INT[7]
出力

割込み出力／校正／方形波 : ク ロ ッ ク  ア ラーム、 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イ マ、 および電力モニ タ に対応す

るよ う にプログラム可能。 さ らに、 ア ク テ ィ ブ HIGH ( プ ッ シ ュかプル ) または LOW ( オープン ド レ イ

ン ) のいずれにも プログラム可能。 校正モー ド では、 512Hz 方形波が出力される。 方形波モー ド では、

1Hz、 512Hz、 4,096Hz、 または 32,768Hz の周波数を連続出力と し て使用するよ う に選択可能

VCC 電源 デバイスへの電源入力 

VSS 電源 デバイスのグラ ン ド : システムのグラ ン ド に接続する必要がある

HSB 入力／出力

ハー ド ウ ェ ア STORE ビジー (HSB): LOW の場合、 この出力は、 ハー ド ウ ェ ア STORE が進行中である

こ と を示す。 外部で LOW にする場合、 不揮発性 STORE 動作を開始。 ハー ド ウ ェ アおよびソ フ ト ウ ェ

ア STORE 動作の後、 HSB は標準出力 HIGH 電流で短時間 (tHHHD) HIGH に駆動され、 その後内部弱プ

ルア ッ プ抵抗で HIGH 状態を維持 ( 外部プルア ッ プ抵抗接続は任意 )

VCAP 電源
AutoStore コ ンデンサ : 電力喪失時、 SRAM から不揮発性素子にデー タ を格納するために nvSRAM へ

電源を供給

NC NC 未接続 : ダイ  パッ ド はパッ ケージ ピンに接続されていない

 注 :
6. ス リ ープ モー ド の機能は 165 ボール FBGA パ ッ ケージにのみ提供されます。

7. RTC 機能を使用し ない場合は未接続のままに し ます。
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デバイスの動作

CY14B116K ／ CY14B116M nvSRAM は、 同じ物理セル内で対

にな った 2 個の機能コ ンポーネン ト で構成されています。 これ

らは SRAM メ モ リ  セルと不揮発性 QuantumTrap セルです。
SRAM メ モ リ  セルは標準的な高速ス タ テ ィ ッ ク RAM と し て動

作し ます。 SRAM 内のデータは、 電源切断時に自動的に不揮発
性セルに転送される (STORE 動作 ) か、 または電源投入時に不

揮発性セルから SRAM に転送されます (RECALL動作 )。STORE
と RECALL両方の動作はソ フ ト ウ ェ ア制御で も実行する こ とが
できます。 この独特のアーキテ ク チ ャ を使っ て、 すべてのセル
は並行し て格納あるいは復元されます。STORE動作と RECALL
動作中、 SRAM の読み出 し と 書き込み動作は禁止 さ れます。

CY14B116K ／ CY14B116M は SRAM への回数無制限の読み出

し と書き込みをサポー ト し ます。 さ らに、 不揮発性セルから回
数無制限の RECALL 動作および最大 100 万回までの STORE 動

作を提供し ます。 読み出し モー ド と書き込みモー ド の詳細につ
いては、 34 ページの SRAM 真理値表  を参照し て く だ さ い。

SRAM 読み出し

CY14B116K ／ CY14B116M は、 CE と OE が LOW、 WE、 ZZ と

HSB が HIGH の場合、読み出しサイ クルを実行し ます。ピン A0

～ A20 または A0 ～ A19 で指定されたア ド レスは、 2,097,152

デー タ  バイ ト のどれを、 または 16 ビ ッ ト の 1,048,576 ワー ド

のどれをア ク セスするかを決定し ます。1 ワー ド が 16 ビ ッ ト の
場合、 バイ ト  イネーブル BHE、 BLE はどのバイ ト を出力するか

を決定し ます。 ア ド レス遷移によ っ て読み出しが開始された場
合、 出力は tAA の遅延時間後に有効にな り ます ( 読み出しサイ ク

ル 1)。 CE または OE によ っ て読み出しが開始された場合、 出

力は tACE の終了時点と tDOE の終了時点のどち らか遅い方に有

効にな り ます ( 読み出しサイ クル 2)。 デー タ出力は、 いかなる

制御入力ピ ンでの遷移も必要とせずに tAA ア ク セス時間内に、

繰り返し ア ド レス変化に応答し ます。 これは、 別のア ド レス変
化が発生するか、 または CE または OE が HIGH に されるか、

あるいは WE または HSB が LOW に されるまで、有効な状態が

続きます。

SRAM 書き込み

書き込みサイ クルは、 CE と WE が LOW、 HSB が HIGH の時に

実行されます。 ア ド レス入力は書き込みサイ クルに入る前に安
定な状態でなければな り ません。 そ し て、 サイ クルの終わり に
CEかWEがHIGHになるまで安定な状態のままである必要があ
り ます。 共通 I/O ピン DQ0 ～ DQ15 のデータは、 WE 制御による

書き込みまたは CE 制御による書き込みの終了の tSD 前にデータ

が有効であれば、 メ モ リ に書き込まれます。1 ワー ド が 16 ビ ッ ト

の場合、 バイ ト  イネーブル入力 BHE、 BLE がどのバイ ト を書

き込むかを決定し ます。 共通 I/O ラ イ ン上のデータ  バスの競合

を避けるため、 書き込みサイ クルの間は終始 OE を HIGH に維
持し て く だ さ い。 OE が LOW のままである と、 WE が LOW に

な っ てから tHZWE 後に、内部回路が出力バッ フ ァ を遮断し ます。

AutoStore 動作 ( 電源切断 )
CY14B116K ／ CY14B116M は、 3 つのス ト レージ動作のいず
れかを使用し て不揮発性 QuantumTrap セルに、 データ を格納

し ます。これら3つの動作は次の通り です: ハー ド ウ ェ アSTORE
(HSB によ っ て起動される )、 ソ フ ト ウ ェ ア STORE ( ア ド レス

シーケンスによ っ て起動される )、 AutoStore ( デバイスの電源

切断時に起動される )。 AutoStore 動作は nvSRAM の独自の機
能であ り、 CY14B116K ／ CY14B116M でデフ ォル ト で有効に

な っ ています。

通常動作中、 デバイ スは、 VCAP ピ ンに接続された コ ンデンサ

を充電するのに VCC から電流を引き込みます。この蓄積された

電荷は、 チ ッ プが電源切断時に STORE 動作を実行するために

使用されます。 VCC ピンの電圧が VSWITCH を下回った場合、 デ

バイスは自動的に VCAP ピン を VCC から切断し、 STORE 動作

は VCAP コ ンデンサによ っ て提供された電力で起動されます。

注 : コ ンデンサが VCAP ピンに接続されていない場合、 10 ペー

ジの AutoStore防止 節に記述されている ソ フ ト  シーケンスを使

用し て AutoStore を無効にする必要があ り ます。 AutoStore が
VCAP ピ ンに接続されている コ ンデンサな し で有効に された場

合、 デバイスは STORE 動作を完了するために十分な電荷がな

い ま ま AutoStore 動作 を 実行 し よ う と し ま す。 こ の た め、

nvSRAM 内に格納されたデー タが破壊されます。

図 4.  AutoStore モー ド  

図 4 に、 自動的な STORE 動作用のス ト レージ コ ンデンサ

(VCAP) の適切な接続方法を示し ます。VCAP の容量については、

22 ページの DC 電気的特性 を参照し て く だ さ い。 VCAP ピンの

電圧は、チ ッ プ上のレギュ レータ によ っ て VVCAP に駆動されま

す。 電源投入時に WE を非ア ク テ ィ ブ状態に保つために、 WE
上にプルア ッ プ抵抗を配置する必要があ り ます。 このプルア ッ
プ抵抗は、 電源投入時に WE 信号が ト ラ イステー ト 状態にある

場合のみ有効です。 nvSRAM がパワーア ッ プ RECALL を終了

する時、 ホス ト  マイ ク ロ コ ン ト ローラはア ク テ ィ ブであるか、

またはWE をホス ト  マイ ク ロ コ ン ト ローラのリ セ ッ ト が終了す

るまで非ア ク テ ィ ブ状態に維持する必要があ り ます。

0.1 uF

VCC

VCAP

WE VCAP

VSS

VCC

10
 k
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不要な不揮発性の STORE を低減するために、 最後の STORE
か RECALL サイ クルの実行後に少な く と も 1 回の ( 書き込み

ラ ッ チ を セ ッ ト す る ) 書 き 込み動作が行われ な い限 り、

AutoStore およびハー ド ウ ェ ア STORE 動作は無視されます。ソ

フ ト ウ ェ アによ り起動された STORE サイ クルは、 書き込み動

作が行われたかど う かに関係な く 実行されます。 

ハー ド ウ ェ ア STORE (HSB) 動作

CY14B116K ／ CY14B116M には、STORE 動作を制御し応答する

ためのHSB ピンがあ り ます。HSB ピンは、ハー ド ウ ェ ア STORE
サイ クルの要求に使用されます。 HSB ピンが LOW に駆動され

る と、 デバイスは tDELAY の後、 条件に従っ て STORE 動作を開

始し ます。STORE サイ クルは、最後の STORE または RECALL
サイ クル以降にSRAMへの書き込みが実行された場合にのみ開

始し ます。 HSB ピンは、 STORE ( 任意の手段で開始 ) 実行中に

ビジー状態を示すために内部で LOW に駆動されるオープン ド レ

イ ン ド ラ イバ ( 内部の 100kΩ の弱プルア ッ プ抵抗 ) と し て も機

能し ます。

注 : 各ハー ド ウ ェ ア と ソ フ ト ウ ェ ア STORE 動作後、 HSB は、

標準出力高電流で短時間 (tHHHD) HIGH に駆動 さ れてか ら、

100kΩ の内部プルア ッ プ抵抗によ り HIGH のまま と な り ます。

HSB が ( 何らかの手段で ) LOW に駆動されている間に実行中

の SRAM 書き込み動作には、 STORE 動作が開始される前に完

了するために tDELAY の時間が与え られます。 しかし、 HSB が

LOWにな った後に要求される SRAM書き込みサイ クルは、HSB
が HIGH に戻るまで禁止されます。 書き込みラ ッ チがセ ッ ト さ

れていない場合、 HSB はデバイ スによ っ て LOW に駆動される

こ とはあ り ません。 しかし、 SRAM のすべての読み出し と書き

込みサイ クルは、ホス ト  マイ ク ロ コ ン ト ローラ または他の外部

ソースによ っ て HSB が HIGH 状態に戻されるまで禁止されます。

STORE 動作中には、 それがどのよ う に起動されたかに関わら

ず、 デバイスは HSB ピンを LOW に駆動し続け、 STORE が完

了 し た時にのみ解除 し ま す。 STORE 動作が完了す る と、

nvSRAM メ モ リ ア ク セスは HSB ピンが HIGH に戻った後の

tLZHSB の間禁止されます。HSB ピンは使用し ない場合、開放に

し て く だ さ い。

ハー ド ウ ェ ア RECALL ( 電源投入 )

電源投入時または低電圧状態 (VCC < VSWITCH) の後は、 内部の

RECALL 要求が ラ ッ チ さ れます。 電源投入時に VCC が再度

VSWITCH を超えた場合、 RECALL サイ クルが自動的に開始し、

完了するのに tHRECALL を要し ます。 この間、 HSB ピンは HSB

ド ラ イバによ っ て LOW に駆動され、 nvSRAM へのすべての読

み書きは禁止されます。

ソ フ ト ウ ェ ア STORE

データは、 ソ フ ト ウ ェ ア ア ド レス シーケンスによ っ て SRAM
から不揮発性 メ モ リ に転送されます。 ソ フ ト ウ ェ ア STORE サ

イ クルは、 CE または OE で制御された 6 箇所の特定のア ド レ

スからの正確な順序での読み出しサイ クルを順次実行する こ と
によ り開始されます。 STORE サイ クルの間、 まず前の不揮発

性データが消去され、 次に不揮発性素子への格納が実行されま
す。 STORE サイ クルが開始された後、 そのサイ クルが完了す

るまで、 さ ら なる読み書きは無効に されます。

特定のア ド レスからの一連の読み出しが STORE の開始用に使

われるため、 他の読み書きア ク セスがそのシーケンス中に干渉
し ないこ とが重要です。 そ う でない場合、 シーケンスは中止さ
れ、 STORE や RECALL は実行されません。

ソ フ ト ウ ェ ア STORE サイ クルを開始するために、 次の読み出

し シーケンスを実行する必要があ り ます。

1. 0x4E38 ア ド レス読み出し、 有効読み出し

2. 0xB1C7 ア ド レス読み出し、 有効読み出し

3. 0x83E0 ア ド レス読み出し、 有効読み出し

4. 0x7C1F ア ド レス読み出し、 有効読み出し

5. 0x703F ア ド レス読み出し、 有効読み出し

6. 0x8FC0 ア ド レス読み出し、 STORE サイ クル開始

ソ フ ト ウ ェ ア シーケンスは、 6 種すべての読み出し シーケンス

の間 WE を HIGH に維持し ながら、 CE によ り制御された読み

出し または OE によ り制御された読み出し処理と と もにク ロ ッ

ク同期で実行されます。 シーケンスの 6 番目のア ド レスが入力

された後、 STORE サイ クルが開始され、 チ ッ プは無効にな り

ます。 HSB は LOW に駆動されます。 tSTORE サイ クル時間が経

過し た後、 SRAM は再び読み書きの動作が可能と な り ます。

ソ フ ト ウ ェ ア RECALL

デー タは、 ソ フ ト ウ ェ ア ア ド レス シーケンスによ っ て不揮発

性 メ モ リから SRAM に転送されます。 ソ フ ト ウ ェ ア RECALL
サイ クルは、 ソ フ ト ウ ェ ア STORE の開始と同様の方法で、 一

連の 読み 出 し 動作 に よ っ て 開始 さ れ ま す。 ソ フ ト ウ ェ ア
RECALL サイ クルを開始するには、 CE または OE で制御され

た読み出し動作を下記の順番で実行し ます。

1. 0x4E38 ア ド レス読み出し、 有効読み出し

2. 0xB1C7 ア ド レス読み出し、 有効読み出し

3. 0x83E0 ア ド レス読み出し、 有効読み出し

4. 0x7C1F ア ド レス読み出し、 有効読み出し

5. 0x703F ア ド レス読み出し、 有効読み出し

6. 0x4C63 ア ド レス読み出し、 RECALL サイ クル開始

内部的に、 RECALL は 2 段階の手順を踏みます。 まず、 SRAM
データがク リ ア されます。 次に、 不揮発性情報が SRAM セルに

転送されます。 tRECALL サイ クル時間が完了し た後、 SRAM は

再び読み書きの動作が可能と な り ます。 RECALL 動作は、 不揮

発性素子内のデータ を変更し ません。
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ス リ ープ モー ド

ス リ ープ モー ド では、 デバイスは最小の電源電流 (IZZ) を消費

し ます。 ZZ ピンを LOW にアサー ト する と、 デバイスは低消費

電力ス リ ープ モー ド に入り ます。 ス リ ープ モー ド が登録され

た後、nvSRAM は、STORE 動作を行っ て不揮発性 メ モ リ にデー

タ を確保し てから、低消費電力モー ド に入り ます。デバイスは、
ス リ ープ モー ド の開始から tSLEEP 時間後に IZZ 電流を消費し始

めます。 ZZ ピンが LOW の場合、 ZZ ピン以外の全ての入力ピ

ンが無視されます。 ス リ ープ モー ド の間に、nvSRAM は通常の

動作にはア ク セスできな く な り ます。

デバイスがス リ ープ モー ド に入る時、 RTC 回路の電源はバッ

ク ア ッ プ電源 (VRTCcap または VRTCbat) に切り替わり、 水晶発

振回路は電源切断状態 と 同様の低消費電力モー ド に移行 し ま

す。 デバイ スがス リ ープ モー ド から復帰する と、 RTC 回路の

電源は VCC 電源に戻り、 主電源 (VCC) によ っ て駆動されます。 

ZZ ピンが HIGH にアサー ト 解除される と、ユーザーがデバイス

にア ク セスでき るまで遅延時間 tWAKE が存在し ます。 ス リ ープ

モー ド を使用し ない場合、 ZZ ピ ンを VCC に接続し ます。

注 : nvSRAM がス リ ープ モー ド に入る と、 それは不揮発性

STORE サイ クルを開始し、 その結果と し て、 最後の不揮発性

STORE ／ RECALL 以降にデー タが nvSRAM に書き込まれる限

り、ス リ ープ モー ド への移行のたびに 1 回の書き換え寿命を失

います。

注 : ZZ ピンが電源投入時に LOW である場合、 デバイスはス

リ ープ モー ド に入り ません。ただ し、各 I/O は、ZZ ピンが HIGH
にアサー ト 解除されるまで ト ラ イステー ト のままです。

図 5.  ス リ ープ モー ド  (ZZ) フ ロー図 

Device Ready
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(ICC)

Standby Mode
(ISB)

Sleep Routine

Sleep Mode
(IZZ)

After tSLEEP

CE = LOW; ZZ = HIGH
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表 2.  モー ド 選択

CE[8] WE OE BHE, BLE[9] A15 - A0[10] モード I/O 電源

H X X X X 未選択 出力High Z スタンバイ

L H L L X SRAM読み出し 出力データ アクティブ

L L X L X SRAM書き込み 入力データ アクティブ

L H L X 0x4E38
0xB1C7
0x83E0
0x7C1F
0x703F
0x8B45

SRAM読み出し
SRAM読み出し
SRAM読み出し
SRAM読み出し
SRAM読み出し

AutoStoreディセーブル

出力データ
出力データ
出力データ
出力データ
出力データ
出力データ

アクティブ[11]

L H L X 0x4E38
0xB1C7
0x83E0
0x7C1F
0x703F
0x4B46

SRAM読み出し
SRAM読み出し
SRAM読み出し
SRAM読み出し
SRAM読み出し

AutoStoreイネーブル

出力データ
出力データ
出力データ
出力データ
出力データ
出力データ

アクティブ[11]

L H L X 0x4E38
0xB1C7
0x83E0
0x7C1F
0x703F
0x8FC0

SRAM読み出し
SRAM読み出し
SRAM読み出し
SRAM読み出し
SRAM読み出し

不揮発性STORE

出力データ
出力データ
出力データ
出力データ
出力データ
出力High Z

アクティブ 
ICC2

[11]

L H L X 0x4E38
0xB1C7
0x83E0
0x7C1F
0x703F
0x4C63

SRAM読み出し
SRAM読み出し
SRAM読み出し
SRAM読み出し
SRAM読み出し

不揮発性RECALL

出力データ
出力データ
出力データ
出力データ
出力データ
出力High Z

アクティブ[11]

 注 :
8. TSOP IIパッケージはシングルCEオプションで、BGAパッケージはデュアルCEオプションで提供されています。このデータシートでは、デュアルCEデバイスに対

して、CEはCE1とCE2の内部の論理的結合を示し、CE1がLOWで、CE2がHIGHの場合、CEはLOWです。それ以外の場合は、CEはHIGHです。どのチップ 
イネーブル ピン (シングル チップ イネーブル デバイスではCE、デュアル チップ イネーブル デバイスではCE1とCE2) においても、中間電圧レベルは許可され

ていません。

9. BHE と BLE は x16 構成でのみ使用で きます。

10. CY14B116K に 21 本のア ド レス ラ イ ンがあ り ます (CY14B116M には 20 本のア ド レス ラ イ ン )。 その内、 13 本のア ド レス ラ イ ン (A14 ～ A2) のみがソ フ ト ウ ェ

ア モー ド の制御に使われます。 残りのア ド レス ラ イ ンは 「 ド ン ト  ケア」 です。

11. 6連続のアドレス位置はリスト順でなければなりません。WEは、不揮発性処理を可能にするため、全6サイクルの間はHIGHでなければなりません。
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AutoStore 防止

AutoStore 機能は AutoStore デ ィ セーブル シーケンスを実行す

る こ と で無効に されます。 ソ フ ト ウ ェ ア STORE の開始と同様

の方法で一連の読み出し動作が実行されます。 AutoStore デ ィ

セーブル シーケンスを開始するには、 CE または OE で制御さ

れた読み出し動作を下記の順番で実行する必要があ り ます。

1. 0x4E38 ア ド レス読み出し、 有効読み出し

2. 0xB1C7 ア ド レス読み出し、 有効読み出し

3. 0x83E0 ア ド レス読み出し、 有効読み出し

4. 0x7C1F ア ド レス読み出し、 有効読み出し

5. 0x703F ア ド レス読み出し、 有効読み出し

6. 0x8B45 ア ド レス読み出し、 AutoStore 無効化

AutoStore は、 AutoStore イネーブル シーケンスを実行する こ

と によ っ て再度有効に されます。ソ フ ト ウ ェ ア RECALL の開始

と 同様の方法で一連の読み出 し シーケ ン スが実行 さ れます。
AutoStore イネーブル シーケンスを開始するには、 CE または

OE で制御された読み出し動作が下記の順番で実されなければ

な り ません。

1. 0x4E38 ア ド レス読み出し、 有効読み出し

2. 0xB1C7 ア ド レス読み出し、 有効読み出し

3. 0x83E0 ア ド レス読み出し、 有効読み出し

4. 0x7C1F ア ド レス読み出し、 有効読み出し

5. 0x703F ア ド レス読み出し、 有効読み出し

6. 0x4B46 ア ド レス読み出し、 AutoStore 有効化

AutoStore 機能が無効に されるか、 または再度有効に される場

合、 それ以降の電源切断サイ クルにわたっ て AutoStore の状態

を保持するために、 手動のソ フ ト ウ ェ ア STORE 動作が実行さ

れる必要があ り ます。 工場出荷時 AutoStore は有効にな っ てお

り、 すべてのセルに 0x00 と書き込まれています。

デー タ保護

CY14B116K ／ CY14B116M は、 外部から起動された STORE
および書き込み動作をすべて禁止する こ と によ り、 低電圧状態の
間 で の デ ー タ 破 損 を 防 止 し ま す。 低 電 圧 状 態 は、 VCC

が VSWITCHを下回る と検出されます。CY14B116K／CY14B116M

が電源投入時に書き込みモー ド にある (CE と WE 両方 と も

LOW) 場合、 RECALL または STORE の実行後、 書き込みは

SRAM が tLZHSB (HSB から出力ア ク テ ィ ブまでの時間 ) 後に有

効になるまで禁止されます。 これによ り、 電源投入時や電圧低
下状態の間に不注意による書き込みが防止されます。

リ アル タ イム ク ロ ッ クの動作

nvTime の動作

CY14B116K ／ CY14B116M には、 ク ロ ッ ク、ア ラーム、ウォ ッ

チ ド ッ グ、 割込みおよび制御機能を備えている内部レジス タが
あ り ます。RTC レジス タは SRAM の終わりの 16 ア ド レス位置

を占めます。 ク ロ ッ ク と タ イマ情報レジス タの内部ダブル バッ

フ ァ リ ングは、 読み出し または書き込み動作時の過渡的な内部
ク ロ ッ ク  デー タへのア ク セスを防ぎます。 ダブル バ ッ フ ァ リ

ングはまた、 ク ロ ッ ク  データ にア ク セスする際の通常のタ イ ミ

ング カウン ト の中断を、または内部ク ロ ッ クのク ロ ッ ク精度の

劣化を回避し ます。 ク ロ ッ クおよびア ラーム レジス タは BCD
形式でデータ を格納し ます。

RTC 機能は、 次の節で、 CY14B116K に関連し て説明されていま

す。 同じ説明が、 RTC レジス タのア ド レスを除いて CY14B116M
にも適用されます。RTC レジス タ  ア ド レスの範囲は、CY14B116K
では 0x1FFFF0 ～ 0x1FFFFF、 CY14B116M では 0xFFFF0 ～

0xFFFFF です。 レジス タ  マ ッ プの詳細については、 17 ページ

の表 6 と 18 ページの表 7 を参照し て く だ さ い。 

ク ロ ッ クの動作

ク ロ ッ ク  レジス タは、 1 秒単位で 9,999 年までの時間を維持し

ます。時刻は任意のカ レ ンダ時間に設定する こ とができ、ク ロ ッ
クは曜日と月の日、 う る う 年、世紀の変遷を自動的に刻みます。
ク ロ ッ ク機能には 8 つの専用レジス タがあ り ます。 これらは書

き込みサイ クルで時間を設定し、 読み出しサイ クルで時間を読
み出すのに使われます。 これら レジス タは時刻を BCD 形式で

格納し ます。 「0」 と し て定義されたビ ッ ト は、 現在使用されて

おらず、 Cypress が将来使用するために予約されています。

ク ロ ッ クの読み出し

ダブルバッ フ ァ付き RTC レジス タの構造は、 ク ロ ッ クから不

正なデータ を読み出す可能性を減ら し ます。 遷移中のデータの
読み出し を防止するために、 ク ロ ッ ク  データ を読み出す前に読

み出し ビ ッ ト 「R」 (0x1FFFF0 に位置する フ ラグ レジス タ内 )
が 「1」 にセ ッ ト される と、 CY14B116K の時間保持レジス タへ

の内部更新は停止されます。 レジス タの更新停止は、 ク ロ ッ ク
の精度に影響を与えません。

RTC デバイ スの読み出し シーケンスが開始される と、ユーザー

の時間保持 レ ジ ス タ の更新が停止 し、 読み出 し ビ ッ ト 「R」

(0x1FFFF0 に位置する フ ラグ レジス タ内 ) に 「0」 が書き込ま

れるまで再起動し ません。 読み出し シーケンスの終了後、 すべ
ての RTC レジス タは同時に 20 ミ リ秒以内に更新されます。 

ク ロ ッ クの設定

(0x1FFFF0 にある フ ラグ レジス タ中の ) 書き込みビ ッ ト 「W」

が 「1」 にセ ッ ト される と、 RTC デバイスへの書き込みア ク セ

スは、 時間保持レジス タの更新を停止し、 時間の設定を可能に
し ます。 正し い曜日、 日付、 および時間がレジス タ に書き込ま
れます。 正し い形式は 24 時間 BCD 形式です。 書き込まれた時

間は、 「基準時刻」 と呼ばれます。 この値は不揮発性レジス タ に
格納され、 現時点の時間の計算に使用されます。 「0」 を書き込

んで書き込みビ ッ ト 「W」 を ク リ アする と、 時間保持レジス タ

の値は実際のク ロ ッ ク  カ ウン タ に転送 さ れます。 その後、 ク

ロ ッ クは通常の動作を再開し ます。 

時間保持レジス タ に書き込まれた時間が正し い BCD 形式でな

い場合は、RTC レジス タ内の各無効なニブルは 0xF までカウン

ト し続けてから 0x0 にロールオーバー し ます。 その後、RTC は

通常の動作を再開し ます。

注 : 「W」 ビ ッ ト が 「0」 にセ ッ ト された後、 時間保持、 ア ラー

ム、 校正、 および割込みレジス タ に書き込まれた値は、 tRTCp 時

間以内に RTC 時間保持カウン タ に転送されます。 これらのカ
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ウン タ の値は、 ソ フ ト ウ ェ ア／ハー ド ウ ェ ア STORE または

AutoStore 動作を起動させる こ と によ り、 不揮発性 メ モ リ に保

存する必要があ り ます。 AutoStore デ ィ セーブル モー ド では、

変更が正し く 記録されるよ う に、RTC レジス タへの書き込みを

行っ てから tRTCp 時間後に、STORE 動作を実行し て く だ さ い。 

バッ ク ア ッ プ電源

CY14B116K の RTC は、長期間電源を確保するよ う に用意され

ています。 VRTCcap または VRTCbat ピンは、 アプ リ ケーシ ョ ン

用にコ ンデンサかバッ テ リのどち らが選択されるかに応じ て接
続されます。主電源 (VCC) が異常にな り、VSWITCH を下回る と、

デバイスは電源をバッ ク ア ッ プ電源に切り替えます。 

ク ロ ッ ク発振器の消費電流は非常に小さ いため、 バッ ク ア ッ プ
電源によるバッ ク ア ッ プ時間を最大化し ます。 主電源を喪失し
た状態のク ロ ッ ク動作にかかわらず、 nvSRAM に格納 さ れた

デー タは電源が失われた時に不揮発性素子に格納されているた
め、 失われる こ とはあ り ません。 

バッ ク ア ッ プ動作中に、 CY14B116K は、 室温で 0.45mA (Typ)
を消費し ます。 アプ リ ケーシ ョ ンに応じ て コ ンデンサやバッ テ
リの値を選択し て く だ さ い。 

最大電流仕様に基づいたバッ ク ア ッ プ時間の値を、 以下の表に
示し ます。 公称バッ ク ア ッ プ時間は約 2 倍長 く な り ます。

コ ンデンサを使用する と、 シ ス テムに電源を投入する たびに
バ ッ ク ア ッ プ電源が充電 される と い う 明白な利点があ り ます。
バッ テ リ を使用する場合は、 3V リ チウム バッ テ リ を推奨し ま

す。 CY14B116K は、 主電源を喪失し た場合に、 バ ッ テ リから
のみ電流を供給し ます。 ただ し、 バッ テ リは、 CY14B116K に

よ っ て常に充電 されるわけではあ り ません。 バ ッ テ リ 容量は、
システムのラ イ フ  サイ クルを通し て、必要なダウン タ イムの合

計予想時間を考慮し て選択する必要があ り ます。

発振器の起動と停止

0x1FFFF8 に位置する校正レジス タ内の OSCEN ビ ッ ト は、 発
振器の起動と停止を制御し ます。このビ ッ ト は不揮発性であ り、
工場出荷時の状態は有効 ( 「0」 にセ ッ ト されている ) です。 シ

ステムが保管状態にある場合にバ ッ テ リ を長持ち させるには、
OSCEN を 「1」 にセ ッ ト する必要があ り ます。 これによ り発振

回路が停止し、 バッ テ リ寿命が延びます。 OSCEN ビ ッ ト が無
効から有効に切り替わる場合は、 発振器が起動するのに約 1 秒

( 最大 2 秒 ) かかり ます。

システム電源がオフの間に、 バッ ク ア ッ プ電源の電圧 (VRTCcap

または VRTCbat) が、 それぞれの最小レベルを下回る場合、 発振

器が動作し な く なる こ とがあ り ます。 システムの電源が回復し
た時、 CY14B116K は、 発振器障害を検出する こ とができます。

これは、ア ド レス 0x1FFFF0 に位置する フ ラグ レジス タの発振
器異常フ ラグ (OSCF) に記録されます。 デバイスに電流が供給

されている (VCC が VSWITCH を上回る ) 場合、 OSCEN ビ ッ ト

は有効状態であるか確認 さ れます。 OSCEN ビ ッ ト が有効に
な っ てお り、発振器が最初の 5 ミ リ秒以内に起動し ない場合は、

OSCF ビ ッ ト が 「1」 にセ ッ ト されます。 システムはこの条件

を確認し て、 フ ラ グを ク リ アするために 「0」 を書き込む必要
があ り ます。 

OSCF フ ラグ ビ ッ ト をセ ッ ト する こ と に加え、時間レジス タは
時間保持レ ジス タ に書き込まれる最後の値である 「基準時刻」
に リ セ ッ ト される こ と に注意し て く だ さ い。 制御または校正レ
ジス タ と OSCEN ビ ッ ト は、 「発振器異常」 の状態による影響

を受けません。

OSCF の値は、 時間レジス タが初めて書き込まれた際に、 「0」

に リ セ ッ ト する必要があ り ます。 これは、 システムが最初に電
源を投入された時にセ ッ ト されたこ とがある、 このビ ッ ト の状
態を初期化し ます。

OSCF を リ セ ッ ト するには、 書き込みビ ッ ト 「W」 (0x1FFFF0
に位置する フ ラグ レジス タ内 ) を 「1」 にセ ッ ト し、 フ ラグ レ
ジス タへの書き込みを有効に し ます。 OSCF に 「0」 を書き込

みんでから、 書き込みを無効にするために、 書き込みビ ッ ト を
「0」 に リ セ ッ ト し ます。

ク ロ ッ クの校正

RTC は 32.768kHz の公称周波数を持つ水晶発振器によ っ て駆
動されます。 ク ロ ッ ク精度は、水晶と校正の品質に依存し ます。
市販されている水晶は誤差が通常、 +20ppm ～ +35ppm です。

しかし、 CY14B116K は任意の温度で精度を +1 ／ –2ppm に向
上でき る校正回路を使用し ています。 これは、 月当た りの誤差
が +2.5 ～ –5 秒である こ と を意味し ます。

 校正回路は、 この精度を達成するため、 発振器分周回路から カ

ウン ト を加算または減算し ます。 抑止 ( 減算、 マイナス校正 )
または分割 ( 加算、 プ ラ ス校正 ) されるパルスの数は、 ア ド レ

ス 0x1FFFF8 に位置する校正レジス タ内の 5 つの校正ビ ッ ト に
ロー ド された値に依存し ます。 校正ビ ッ ト は、 校正レジス タの
5 つの下位ビ ッ ト を占めます。 これらのビ ッ ト は、 2 進数形式
で 0 ～ 31 の任意の値を表すために設定されます。ビ ッ ト D5 は

符号ビ ッ ト で、 「1」 がプ ラ ス校正、 「0」 がマイナス校正を示し

ます。 カウン ト を加算する と ク ロ ッ クが速 く な り、 減算する と
ク ロ ッ クが遅 く な り ます。 2 進数の 「1」 がレジス タ にロー ド さ

れる と、符号に応じ て、発振器の誤差に 4.068 または -2.034ppm
のオフ セ ッ ト 調整を行います。

校正は、 64 分サイ クル内で発生し ます。 サイ クルの最初の 62
分は、 毎分、 128 の発振器サイ クルによ り 1 秒短縮される、 あ

るいは 256 の発振器サイ クルによ り 1 秒延長される可能性があ
り ます。 2 進数の 「1」 がレジス タ にロー ド される と、 64 分サ

イ クルの最初の 2 分のみが変更されます。 2 進数の 6 がロー ド

される と、 最初の 12 分が影響を受け、 同じパタ ーンが続きま
す。 し たがっ て、 各校正の手順は、 実際の 125,829,120 の発振

器サイ クルご と に、 512 サイ クルを加算または 256 サイ クルを減

算する効果があ り ます。 これは、 校正レジス タの校正ステ ッ プご
と に、 4.068 または -2.034ppm の調整を行 う こ と を意味し ます。

必要な校正を決定するには、(0x1FFFF0 に位置する ) フ ラグ レ
ジス タの CAL ビ ッ ト を 「1」 にセ ッ ト する必要があ り ます。 こ
れは、INT ピン を 512Hz の公称周波数で ト グルさせます。512Hz
から測定 される偏差は、 必要な補正の程度 と 方向を示 し ます。
た と えば、 512.01024Hz の測定結果は、 +20ppm の誤差を示し

表 3.  RTC バッ ク ア ッ プ時間

コ ンデンサ値
バッ ク ア ッ プ時間

(CY14B116K)
0.1F 2.5 日
0.47F 12 日
1.0F 25 日
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ます。 し たがっ て、 –10 の 10 進値 (001010b) を校正レジス タ
にロー ド し、 この誤差を補正する必要があ り ます。 

注 : 校正レジス タ を設定や変更し て も、 テス ト 出力周波数には
影響し ません。

CAL を セ ッ ト ま たは ク リ アす る には、 書き込みビ ッ ト 「W」

(0x1FFFF0 に位置する フ ラグ レジス タ内 ) を 「1」 にセ ッ ト し

て フ ラグ レジス タへの書き込みを有効に し ます。CAL に値を書
き込み、 次に書き込みビ ッ ト を 「0」 に リ セ ッ ト し て書き込み

を無効に し ます。

ア ラーム

ア ラーム機能は、 ユーザーがプログラムし たア ラームの時刻と日
の値 (0x1FFFF2 ～ 0x1FFFF5 に位置する レジス タ に格納され
ている ) を、該当する時刻と日の値と比較し ます。 マ ッ チする と、
ア ラーム割込みイネーブル (AIE) ビ ッ ト がセ ッ ト される場合、

ア ラーム内部フ ラグ (AF) がセ ッ ト され、 割込みが INT ピンで
生成されます。 

日、 時間、 分、 秒と い う 4 つのア ラームのマ ッ チ フ ィ ール ド が
あ り ます。 こ れ ら の各 フ ィ ール ド は、 フ ィ ール ド を ア ラ ーム

マ ッ チ ロ ジ ッ ク で使用するかど う かを決定するためのマ ッ チ

ビ ッ ト を持っ ています。 マ ッ チ ビ ッ ト が 「0」 にセ ッ ト される
場合は、対応する フ ィ ール ド がマ ッ チ プロセスで使用される こ

と を示し ます。 マ ッ チ ビ ッ ト に応じ て、 ア ラームは、 月に一度
など指定の頻度で発生し ます。最小頻度は、毎分 1 回です。マ ッ

チ ビ ッ ト を選択し ない ( すべて 1) 場合は、 マ ッ チが必要と さ

れないため、 ア ラームが無効に される こ と を示し ます。 すべて
のマ ッ チ ビ ッ ト  ( すべて 0) を選択する と、 正確な時刻と日の

マ ッ チが発生し ます。 

ア ラーム イベン ト を検出するには、 AF フ ラグを読み出すか、

または INT ピン をモニ ターする と い う 2 つの方法があ り ます。
ア ド レス 0x1FFFF0に位置する フ ラグ レジス タのAF フ ラグは、

日や時刻のマ ッ チが発生し た こ と を示し ます。 マ ッ チが発生す
る と、 AF ビ ッ ト が 「1」 にセ ッ ト されます。 フ ラグ レジス タ を
読み出す と、ア ラーム フ ラグ ビ ッ ト  ( およびすべてのレジス タ
ビ ッ ト ) がク リ ア されます。 ハー ド ウ ェ ア割込みピン も、 ア ラー

ム イベン ト を検出するために使用される こ とがあ り ます。 

ア ラームをセ ッ ト 、 ク リ ア、 または有効にするには、 「W」 ビ ッ ト

(0x1FFFF0 に位置する フ ラグ レジス タ内 ) を 「1」 にセ ッ ト し
てア ラーム レジス タへの書き込みを有効に し ます。 ア ラーム の

値を書き込んだ後、「W」ビ ッ ト を 0 に戻し て変更を有効に し ます。

注 : CY14B116K ア ラーム フ ラグ と割込みの適切な動作のため

には、 秒のア ラーム マ ッ チ ビ ッ ト  (0x1FFFF2 に位置するア

ラーム秒レジス タ内の D7 ビ ッ ト ) を 「0」 にセ ッ ト する必要が

あ り ます。

ウォ ッ チ ド ッ グ タ イ マ

ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマは、 水晶発振器から派生し た 32Hz のク

ロ ッ ク  ( 周期 31.25ms) を使用する、 フ リ ーラ ンニングのダウン

カウン タ です。 ウォ ッ チ ド ッ グが機能するために、 発信器が作
動し続ける必要があ り ます 。 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマ レジス タ

0x1FFFF7 にロー ド された値から カウン ト  ダウン を開始し ます。

注 : ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマが 32Hz のフ リ ーラ ンニング ク ロ ッ ク

( 周期 31.25ms) を使用するため、 カウン ト ダウンの開始には

0ms ～ 31.25ms の遅延時間があ り ます。

タ イマは、ロー ド 可能なレジス タ と フ リ ーラ ンニング カウン タ

から構成されています。図 6 に示し ているよ う に電源投入時に、

レジス タ 0x1FFFF7 内のウォ ッ チ ド ッ グ タ イムアウ ト 値が、カ

ウン タ  ロー ド  レジス タ にロー ド されます。 カウン ト は電源投

入時に開始され、 ウォ ッ チ ド ッ グ ス ト ローブ (WDS) ビ ッ ト が

「1」 にセ ッ ト されるたびに、ロー ド 可能な値から再起動し ます。

カウン タは、 「0」 の終端値と比較されます。 カウン タがこの値

に達する と、 内部フ ラグ と任意の割込み出力が発生し ます。 カ
ウン タが 「0」 に到達する前に WDS ビ ッ ト を 「1」 にセ ッ ト する

こ と によ り、 タ イムアウ ト 割込みを防ぐ こ とができます。 これ
によ り、 カウン タがウォ ッ チ ド ッ グ タ イムアウ ト 値で リ ロー ド

され、再起動されます。カウン タが終端値に到達する前に WDS
ビ ッ ト をセ ッ ト する と、 割込みが発生せず、 ウォ ッ チ ド ッ グ タ
イマ フ ラグがセ ッ ト されません。 

ウォ ッ チ ド ッ グ書き込み (WDW) ビ ッ ト を 「0」 にセ ッ ト する こ

と で、 新し い タ イムアウ ト 値が書き込まれます。 WDW が 「0」

の場合、 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イムアウ ト 値ビ ッ ト D5 ～ D0 への

新規書 き 込みが有効に さ れ、 タ イ ムア ウ ト 値 を変更 し ま す。
WDW が 「1」 の場合、 D5 ～ D0 ビ ッ ト への書き込みは無視さ

れます。 WDW 機能によ り、 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマの値が変更

される こ と を考慮する こ と を必要とせずに、 WDS ビ ッ ト を設定

でき るよ う にな り ます。 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマの論理図を図 6
に示し ます。ウォ ッ チ ド ッ グ タ イムアウ ト 値を 0 にセ ッ ト する

と、ウォ ッ チ ド ッ グ機能を無効にする こ と に注意し て く だ さ い。

ウォ ッ チ ド ッ グ タ イ マの出力は、ウォ ッ チ ド ッ グのタ イムアウ

ト が許可 さ れている場合にセ ッ ト さ れる WDF と い う フ ラ グ

ビ ッ ト です。 割込みレジス タ内のウォ ッ チ ド ッ グ割込みイネー
ブル (WIE) ビ ッ ト がセ ッ ト さ れている場合は、 INT ピ ン上の

ハー ド ウ ェ ア割込みも、 ウォ ッ チ ド ッ グのタ イムアウ ト 時に生
成されます。 フ ラグおよびハー ド ウ ェ ア割込みは、 フ ラグ レジ

ス タ を読み出し た時に両方と も ク リ ア されます。

図 6.  ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマのブロ ッ ク図

1 HzOscillator Clock
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Counter Zero
Compare WDF

WDS Load
Register

WDW
D Q

Q
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RegisterWrite to
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Register
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文書番号 : 001-92102 Rev. *B ページ 12/42



 
CY14B116K/CY14B116M
プログラム可能な方形波ジ ェ ネレー タ

方形波ジ ェ ネレー タ  ブロ ッ クは、デバイ スの INT ピンに所望の

周波数を生成するために水晶出力を使用し ます。出力周波数は、
以下のいずれかにプログラムする こ とができます。 

1. 1Hz

2. 512Hz

3. 4096Hz

4. 32768Hz

デバイスがバッ ク ア ッ プ電源で動作し ている間、 方形波出力は
生成されません。

電源モニ タ

CY14B116K は、 電源異常割込み機能を備えた電力管理スキー

ムを提供し ます。 また、 ク ロ ッ ク用のバッ ク ア ッ プ電源への内
部切り替えを制御し、 低 VCC ア ク セスから メ モ リ を保護し ま

す。 電源モニ タは、 VCC 電圧を VSWITCH 閾値と比較する内部バ

ン ド ギャ ッ プ リ フ ァ レ ンス回路に基づいています。

電力喪失時に VCC が低下 し て VSWITCH に達する と、 デー タ

STORE 動作が SRAM から不揮発性素子に向けて開始され、 最

新の SRAM デー タ状態を確保し ます。 また、 電源が VCC から

バッ ク ア ッ プ電源 ( バッ テ リ またはコ ンデンサ ) に切り替え ら

れ、 RTC 発振器を作動し ます。

バッ ク ア ッ プ電源から動作し ている場合、 nvSRAM への読み書

き動作が禁止され、RTC 機能が利用できな く な り ます。RTC ク

ロ ッ クは、 バッ クグラウン ド で動作を継続し ます。 更新された
RTC 時間保持レジス タは、VCC がデバイスに回復された後で利

用でき るよ う にな り ます (30 ページの「AutoStore ／パワーア ッ

プ RECALL 特性」 を参照し て く だ さ い )。

バッ ク ア ッ プ電源モニ タ

CY14B116K は、 バッ ク ア ッ プ電源 ( バッ テ リ  バッ ク ア ッ プま

たはコ ンデンサ バッ ク ア ッ プ ) 障害を検出するバッ ク ア ッ プ電
源監視システムを提供し ます。 バッ ク ア ッ プ電源に障害が発生
し た場合、 次の電源投入の際にバ ッ ク ア ッ プ電源障害 フ ラ グ
(BPF) が発行されます。 バッ ク ア ッ プ電圧が VBAKFAIL を下回る

と、 BPF フ ラグ がセ ッ ト されます。 RTC がバッ ク ア ッ プ モー ド

で実行中であっ て も、 バッ ク ア ッ プ電源は監視されます。 バッ
ク ア ッ プ モー ド 中に検出された低電圧には、BPF フ ラグを通し
て フ ラグが立て られます。 BPF は、 バッ ク ア ッ プ電圧 (VDR) が

定義された LOW までに限り、データ を保持する こ とができます。

割込み

CY14B116K は、 フ ラグ レジス タ、 割込みレジス タ、 およびマ
イ ク ロ コ ン ト ローラへの割込み信号を送る こ とができ る割込み
ロ ジ ッ ク を持っ ています。 割込みには、 ウ ォ ッ チ ド ッ グ タ イ
マ、 電源モニ タ、 ア ラーム タ イ マ と い う 3 種類の可能な ソース
があ り ます。 それぞれは、 割込みレジス タ  (0x1FFFF6) におい
て適切な設定を実施する こ と によ っ て、 独立し て INT ピンを駆
動する こ とができます。 さ らに、 それぞれはホス ト  プロセ ッサ
が割込みの原因を判別するために使用する、 フ ラ グ レ ジス タ
(0x1FFFF0) 内のフ ラグ ビ ッ ト を持っ ています。 INT ピンの ド
ラ イバは、 割込みが発生し た時にその動作を指定する 2 つの
ビ ッ ト を持っ ています。

割込みが生成されるのは、 3 種類のソースのいずれかによ っ て
フ ラグが立て られ、 かつ割込みレジス タ内の該当する割込みイ
ネーブル ビ ッ ト が有効にな っ ている (1にセ ッ ト されている ) 場
合だけです。 割込みソースがア ク テ ィ ブにな っ た後、 2 つのプ
ログラム可能なビ ッ ト  (H/L と P/L) は、 INT ピン上での出力ピ

ン ド ラ イバの動作を決定し ます。これらの 2 ビ ッ ト は割込みレ
ジス タ内に位置し、 INT ピンから レベルまたはパルス モー ド の

出力を駆動するために使用できます。 パルス モー ド では、 パル

ス幅が内部で約 200 ミ リ秒に固定されています。このモー ド は、
ホス ト  マイ ク ロ コ ン ト ローラ を リ セ ッ ト するためのものです。

レベル モー ド では、 フ ラグ レジス タ を読み出すまで、 ピ ンは
ア ク テ ィ ブ極性にな り ます。 このモー ド は、 ホス ト  マイ ク ロ コ

ン ト ローラへの割込みと し て使用されます。 制御ビ ッ ト につい
ては、 次の節で説明し ます。

割込みは、 システムが通常の電源モー ド で動作する時にのみ生
成され、 バッ ク ア ッ プ電源モー ド で実行されている時には ト リ
ガ されません。

注 : CY14B116K は、 パワーア ッ プ RECALL シーケンスが完了
し た後にのみ有効な割込みを生成し ます。 INT ピンの全イベン
ト は、 電源投入後、 tHRECALL の間無視する必要があ り ます。

割込みレジス タ

ウォ ッ チ ド ッ グ割込みイネーブル (WIE): 「1」 にセ ッ ト する と、
ウォ ッ チ ド ッ グ タ イ マは、 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イムアウ ト が発
生し た際に、 INT ピン と内部フ ラグを駆動し ます。 WIE を 「0」
にセ ッ ト する と、 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イ マは、 フ ラグ レジス タ
の WDF フ ラグにのみ影響を与えます。

ア ラーム割込みイネーブル (AIE): 「1」 にセ ッ ト する と、ア ラー
ム マ ッ チによ り、 INT ピン と内部フ ラグが駆動されます。 AIE
を 「0」 にセ ッ ト する と、 ア ラームのマ ッ チは、 フ ラグ レジス
タの AF フ ラグにのみ影響し ます。

電源異常割込みイネーブル (PFE): 「1」 にセ ッ ト する と、 電源
異常モニ タは INT ピン と内部フ ラグを駆動し ます。 PFE を 「0」
にセ ッ ト する と、 電源異常モニ タは、 フ ラグ レジス タの PF フ ラ
グにのみ影響を与えます。

方形波イネーブル (SQWE): 「1」 にセ ッ ト される と、 プログラ

ム可能な周波数の方形波が INT ピンに生成されます。 周波数は
割込みレジス タの SQ1 と SQ0 ビ ッ ト によ っ て決定されます。

こ のビ ッ ト は不揮発性であ り、 パワー サイ ク ルに耐え ます。

SQWE ビ ッ ト は他のすべての割込みよ り も優先されます。 しか
し、 CAL ビ ッ ト は方形波ジ ェ ネレー タ よ り も優先されます。 工

場出荷時にこのビ ッ ト の初期値が 「0」 です。

HIGH/LOW (H/L): 「1」 にセ ッ ト する と、 INT ピンがア ク テ ィ ブ

HIGH にな り、ド ラ イバ モー ド がプ ッ シ ュ  プルにな り ます。INT
ピンは、VCC が VSWITCH を上回る場合にのみ HIGH に駆動され

ます。 「0」 にセ ッ ト する と、 INT ピンがア ク テ ィ ブ LOW にな り、
ド ラ イバ モー ド がオープン ド レ イ ンにな り ます。 ア ク テ ィ ブ
LOW モー ド で割込みを使用し ている間、INT ピンは 10kW 抵抗

で VCC にプルア ッ プする必要があ り ます。

パルス／レベル (P/L): 「1」 にセ ッ ト し 割込みが発生する と、
INT ピンは約 200 ミ リ秒間ア ク テ ィ ブ (H/L ビ ッ ト で決定される )
に駆動されます。 P/L を 「0」 にセ ッ ト する と、 INT ピンは、 フ

ラ グま たは制御レ ジ ス タ が読み出 さ れる ま で、 HIGH ま たは
LOW (H/L ビ ッ ト で決定される ) に駆動されます。
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SQ1 および SQ0: SQWE ビ ッ ト が 「1」 にセ ッ ト されている時、
これらのビ ッ ト は INT ピンの出力で方形波の周波数を決定する

ために同時に使用されます。 このビ ッ ト は不揮発性であ り、 パ
ワー サイ クルに耐えます。出力周波数は下表に示すよ う に決定
されます。

複数の割込みソースを同時に使用し て、 割込みソースが INT ピン

をア ク テ ィ ブに し た場合、 外部ホス ト は、 割込みの原因を判定
するためにフ ラグ レジス タ を読み出す必要があ り ます。 フ ラグ
レジス タが読み出される際には、 すべてのフ ラグがク リ ア される
こ と に注意し て く だ さ い。 INT ピンがレベル モー ド にプログラム

される場合、 フ ラグを読み出すと フ ラグがク リ ア され、 INT ピン

は非ア ク テ ィ ブ状態に戻り ます。ピンがパルス モー ド にプログ

ラムされる場合、 フ ラグを読み出す と フ ラグ と ピンがク リ ア さ
れます。 フ ラグ レジス タが読み出される場合、 パルスは、 その

特定の持続期間を終了し ません。 INT ピンがホス ト のリ セ ッ ト
と し て使用 さ れる場合、 フ ラ グ レ ジス タ や制御レ ジス タ は リ

セ ッ ト 中には読み出されません。 

校正ビ ッ ト CAL = 「1」、 または SQWE = 「1」 にセ ッ ト する

と、 方形波出力は INT ピンにおいて可能にな り ます。 この状況

では、 CAL ビ ッ ト の設定が SQWE ビ ッ ト よ り も優先され、 INT
ピン上の 512Hz のデジ タル ク ロ ッ ク出力を校正用に可能に し

ます。 CAL ビ ッ ト は、 パワーサイ クルで保持されず、 次の電源
投入サイ クル中に 「0」 に リ セ ッ ト されます。 SQWE、 SQ0 と

SQ1 の設定は、 これらのビ ッ ト の設定の不揮発性を保持し また

パワー サイ クルに耐えるために、 AutoStore またはソ フ ト ウ ェ
ア STORE を必要と し ます。 複数のソースが割込みピン (INT)
を駆動するよ う に設定されている場合、 INT ピン を駆動する原
因を明確にするために次の優先順位に従 う 必要があ り ます。 

以下は INT ピンの状態をま とめた表です。

フ ラグ レジス タ

フ ラグ レジス タは、割込みを生成するために使用される WDF、

AF、 および PF と い う 3 つのフ ラグ ビ ッ ト を持っ ています。 こ

れらは、 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イムアウ ト 、 ア ラームマ ッ チ、 また

は電源異常モ ニ タ に よ っ てそれぞれ設定 さ れます。 フ ラ グが

セ ッ ト される と、 プロセ ッサはこのレジス タ をポー リ ングする
か、 または割込みを有効にする こ とができます。 これらのフ ラ
グは、 レ ジス タが読み出 さ れる と自動的に リ セ ッ ト されます。
フ ラグ レジス タは、 電源投入時に値 0x00 で自動的にロー ド さ

れます (OSCF ビ ッ ト を除きます。11 ページの 発振器の起動と

停止 を参照し て く だ さ い )。

表 4.  方形波出力選択

SQ1 SQ0 周波数 備考

0 0 1Hz 1Hz 信号

0 1 512 Hz 512Hz ク ロ ッ ク出力

1 0 4096Hz 4kHz ク ロ ッ ク出力

1 1 32768Hz 発振器出力周波数

表 5.  INT ピンの状態 

CAL SQWE WIE ／ AIE ／
PFE INT ピン出力

1 X X 512Hz

0 1 X 方形波出力

0 0 1 ア ラーム

0 0 0 HI-Z

図 7.  割込みブロ ッ ク図
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RTC 外部コ ンポーネン ト

RTC は、 図 8 に示すよ う に、 外部に 32.768kHz 水晶発振器と C1、 C2 の負荷容量を接続する必要があ り ます。 この図には、 推奨さ
れる RTC 外部コ ンポーネン ト の値を示し ます。 負荷容量 C1 と C2 は、 プ リ ン ト 回路基板 (PCB) の寄生容量を含んでいます。 PCB
の寄生容量は、 水晶発振器のパッ ド ／ピンのラ ン ド パターン、 Xin ／ Xout パッ ド 、 および水晶発振器とデバイス ピン を接続する銅
配線に起因する容量を含んでいます。

図 8.  RTC の推奨コ ンポーネン ト 構成 [12] 

 注 :
12. 不揮発性ス タ テ ィ ッ ク  ラ ンダム ア ク セス メ モ リ  (nvSRAM) のリ アル タ イムク ロ ッ ク  (RTC) 設計ガイ ド ラ イ ンおよびベス ト  プ ラ ク テ ィ スについては、アプ リ ケー

シ ョ ン ノ ー ト  AN61546 を参照し て く だ さ い。

推奨値

Y1 = 32.768kHz (12.5pF)
C1 = 12pF 
C2 = 69pF 

注: C1とC2の推奨値は基板配線の 
 寄生容量を含む

Xout

Xin

Y1
C2

C1
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RTC に関する PCB 設計上の注意事項

RTC の水晶発振器は、それら水晶発振器のピンに高イ ンピーダ

ンス ノ ー ド を有する低電流の回路です。 RTC 回路の動作電流

が小さ いため、 水晶発振器の接続は基板上で ノ イズに非常に敏
感です。 そのため、 RTC 回路を基板上の他の信号から分離する

必要があ り ます。

PCB 上の浮遊容量を最小限に抑える こ と も重要です。浮遊容量

は水晶発振器の負荷容量に加わるので、 発振周波数エ ラーを引
き起こ し ます。 最適な RTC 性能を得るためには、 適切なバイ

パス処理と慎重なレ イアウ ト が求められます。

レ イ アウ ト に関する要件

RTC 設計の最適な性能を達成するために、 基板レ イアウ ト は、

RTC 回路を配線するに際し、次のガイ ド ラ イ ンを順守し なけれ

ばな り ません ( しかし、 限定はされません )。

■ 水晶発振器をでき る限り Xin と Xout ピンの近 く に配置し ます。
水晶発振器と RTC間の配線長を同じ に し また可能な限り短 く
し て、 ノ イズ カ ッ プ リ ングの可能性を減ら し ます。 

■ Xin と Xoutの配線幅を8mil以下に し ます。配線幅を太 く する と、
配線容量が高 く な り ます。 これらの接着パ ッ ド と配線を大き

く する と、 隣接する信号から ノ イズがカ ッ プ リ ングする可能
性が高 く な り ます。

■ 水晶発振回路をガー ド  リ ングで囲んで Xin と Xout 信号を遮蔽
し ます。 このガー ド  リ ングが、 近接し ている信号からの ノ イ
ズ カ ッ プ リ ングを防止し ます。

■ RTC配線の近 く で何か他の高速信号を配線する時にも注意し
て く だ さ い。 水晶発振器が基板上で他の信号から分離されれ
ばされる程、ノ イズが水晶発振に乗る可能性も低 く な り ます。
Xin、 Xout 配線と基板上の他の高速信号の距離を 200mil 以上
離し ます。

■ 同一PCB層で水晶コ ンポーネン ト の下を信号が走るべきでは
あ り ません。

■ PCBの別の信号層上を走っ ている配線から カ ッ プ リ ング され
る不要な ノ イズを防止するために、隣接し た PCB 層および水
晶発振回路の真下に、 絶縁し た中実銅のグラ ン ド 面を造っ て
く だ さ い。 ローカル グラ ン ド 面は、 同じ PCB 層上の隣接し
た面から少な く と も 40mil 分離する必要があ り ます。 中実銅
のグラ ン ド 面は、 RTC コ ンポーネン ト の近 く にあ り、 その周
辺長はガー ド  リ ング周辺長に等し く 保つ必要があ り ます。 絶
縁し たグラ ン ド 面は、 システム グラ ン ド に接続する必要があ
り ます。 図 9 に RTC 回路の推奨レ イアウ ト を示し ます。

図 9.  RTC の推奨レ イ アウ ト

層2 (L2) 上の絶縁したグランド面 

ガード リング - 最上 (コンポーネント) 層L1

ビア: ビアはL2上の ビア: ビアはL2上の

C1

C2

Y1

システム グランド

最上のコンポーネント層: L1

グランド面の層: L2

絶縁したグランド面に接続 システム グランド面に接続
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表 6.  RTC レジス タ  マ ッ プ [13]

レジス タ BCD 形式のデータ [14]

機能／範囲
CY14B116K CY14B116M D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

0x1FFFFF 0xFFFFF 年 (10 年の位 ) 年 (1 年の位 ) 年 : 00 ～ 99

0x1FFFFE 0xFFFFE 0 0 0 月 (10ヶ月の位 ) 月 (1ヶ月の位 ) 月 : 01 ～ 12

0x1FFFFD 0xFFFFD 0 0 日 (10 日の位 ) 日 (1 日の位 ) 月の日 : 01 ～ 31

0x1FFFFC 0xFFFFC 0 0 0 0 0 曜日 曜日 : 01 ～ 07

0x1FFFFB 0xFFFFB 0 0 時間 (10 時間の位 ) 時間 (1 時間の位 ) 時間 : 00 ～ 23

0x1FFFFA 0xFFFFA 0 分 (10 分の位 ) 分 (1 分の位 ) 分 : 00 ～ 59

0x1FFFF9 0xFFFF9 0 秒 (10 秒の位 ) 秒 (1 秒の位 ) 秒 : 00 ～ 59

0x1FFFF8 0xFFFF8 OSCEN 
(0)

0 校正の
符号 (0)

校正 (00000) 校正値 [15]

0x1FFFF7 0xFFFF7 WDS 
(0)

WDW 
(0)

WDT (000000) ウォ ッ チ ド ッ グ 
タ イ マ 15]

0x1FFFF6 0xFFFF6 WIE
(0)

AIE
(0)

PFE 
(0)

SQWE
(0)

H/L 
(1)

P/L
(0)

SQ1
(0)

SQ0
(0)

割込み [15]

0x1FFFF5 0xFFFF5 M (1) 0 ア ラーム日 (10 日の位 ) ア ラーム日 (1 日の位 ) ア ラーム月の日 : 01 ～ 31

0x1FFFF4 0xFFFF4 M (1) 0 ア ラーム時間 (10 時間の位 ) ア ラーム時間 (1 時間の位 ) ア ラーム時間 : 00 ～ 23

0x1FFFF3 0xFFFF3 M (1) ア ラーム分 (10 分の位 ) ア ラーム分 (1 分の位 ) ア ラーム分 : 00 ～ 59

0x1FFFF2 0xFFFF2 M (1) ア ラーム秒 (10 秒の位 ) ア ラーム秒 (1 秒の位 ) ア ラーム秒 : 00 ～ 59

0x1FFFF1 0xFFFF1 世紀 (10 世紀の位 ) 世紀 (1 世紀の位 ) 世紀 : 00 ～ 99

0x1FFFF0 0xFFFF0 WDF AF PF OSCF[16] BPF[16] CAL 
(0)

W 
(0)

R 
(0)

フ ラグ [15]

 注 :
13. RTC レジス タの上位バイ ト D15 ～ D8 (CY14B116M) は将来の使用のために予約されています。

14. ( ) は、 工場出荷時の値を示し ます。

15. これは、 BCD 値ではな く 、 2 進値です。

16. OSCF と BPF フ ラグ ビ ッ ト を リ セ ッ ト する と、 フ ラグ レジス タは tRTCp 時間後に更新されます。
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CY14B116K/CY14B116M
表 7.  レジス タ  マ ッ プ詳細

レジス タ
説明

CY14B116K CY14B116M

0x1FFFFF 0xFFFFF
時間保持 - 年

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

年 (10 年の位 ) 年 (1 年の位 )

年の下位 2 桁の BCD 表記を格納。 下位ニブル (4 ビ ッ ト ) は年の 1 の位の値を格納し、 上位ニブル 
(4 ビ ッ ト ) は年の 10 の位の値を格納。 それぞれのニブルは 0 ～ 9 の値を持つ。 レジス タの範囲は

0 ～ 99

0x1FFFFE 0xFFFFE
時間保持 - 月

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

0 0 0 月 (10ヶ
月の位 )

月 (1ヶ月の位 )

月の桁の BCD 表記を格納。 下位ニブル (4 ビ ッ ト ) は下位桁を格納し、 0 ～ 9 の値を持つ。 上位ニ

ブル (1 ビ ッ ト ) は上位桁を格納し、 0 ～ 1 の値を持つ。 レジス タの範囲は 1 ～ 12

0x1FFFFD 0xFFFFD
時間保持 - 月の日

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

0 0 日 (10 日の位 ) 日 (1 日の位 )

日の桁の BCD 表記を格納。 下位ニブル (4 ビ ッ ト ) は下位桁を格納し、 0 ～ 9 の値を持つ。 上位ニ

ブル (2 ビ ッ ト ) は上位桁を格納し、 0 ～ 3 の値を持つ。 レジス タの範囲は 1 ～ 31。 う る う 年は自

動的に調整される

0x1FFFFC 0xFFFFC
時間保持 - 曜日

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

0 0 0 0 0 曜日

下位ニブル (3 ビ ッ ト ) は曜日に対応する値を格納。 曜日は、 1 から 7 までカウン ト し てから 1 に戻

る リ ング カウン タ。 曜日は日に関連付けられていないので、 ユーザーは日の値に曜日を割り当て

る必要がある

0x1FFFFB 0xFFFFB
時間保持 - 時間

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

0 0 時間 (10 時間の位 ) 時間 (1 時間の位 )

24 時間形式での時の値の BCD 表記を格納。 下位ニブル (4 ビ ッ ト ) は下位桁を格納し、 0 ～ 9 の値

を持つ。 上位ニブル (2 ビ ッ ト ) は上位桁を格納し、 0 ～ 2 の値を持つ。 レジス タの範囲は 0 ～ 23

0x1FFFFA 0xFFFFA
時間保持 - 分

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

0 分 (10 分の位 ) 分 (1 分の位 )

分の値の BCD 表記を格納。 下位ニブル (4 ビ ッ ト ) は下位桁を格納し、 0 ～ 9 の値を持つ。 上位ニ

ブル (3 ビ ッ ト ) は上位桁を格納し、 0 ～ 5 の値を持つ。 レジス タの範囲は 0 ～ 59

0x1FFFF9 0xFFFF9
時間保持 - 秒

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

0 秒 (10 秒の位 ) 秒 (1 秒の位 )

秒の値の BCD 表記を格納。 下位ニブル (4 ビ ッ ト ) は下位桁を格納し、 0 ～ 9 の値を持つ。 上位ニ

ブル (3 ビ ッ ト ) は上位桁を格納し、 0 ～ 5 の値を持つ。 レジス タの範囲は 0 ～ 59
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CY14B116K/CY14B116M
0x1FFFF8 0xFFFF8
校正／制御

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

OSCEN 0 校正
符号

校正

OSCEN 発振器イネーブル。 「1」 にセ ッ ト する と、 発振器が停止。 「0」 にク リ アする と、 発振器が動作。 発

振器を無効にする と、 保持中の電池やコ ンデンサの電力を節約 

校正
符号

タ イムベースへの加算 (1) またはタ イムベースからの減算 (0) と し て校正を適用するかど う かを決定

校正 これらの 5 ビ ッ ト はク ロ ッ クの校正を制御

0x1FFFF7 0xFFFF7
ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマ

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

WDS WDW WDT

WDS ウォ ッ チ ド ッ グ ス ト ローブ。 このビ ッ ト を 「1」 にセ ッ ト する と、 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマが再起

動。 このビ ッ ト を 「0」 にク リ ア し て も何の影響も ない。 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマを リ セ ッ ト し た

後、 ビ ッ ト は自動的にク リ ア される。 WDS ビ ッ ト は書き込み専用。 これを読み出す と常に 「0」 が

返される

WDW ウォ ッ チ ド ッ グ書き込みイネーブル。 このビ ッ ト を 「1」 にセ ッ ト する と、 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イム

アウ ト 値 (D5 ～ D0) への全書き込みが無効になる。 これによ り、 タ イムアウ ト 値を変更せずに

ウォ ッ チ ド ッ グ ス ト ローブ ビ ッ ト を設定可能。 このビ ッ ト を 「0」 にク リ アする と、 次の書き込み

サイ クルが完了し た時にビ ッ ト D5 ～ D0 がウォ ッ チ ド ッ グ レジス タ に書き込まれる。 この機能の

詳細は、 12 ページの ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマ に説明されている

WDT ウォ ッ チ ド ッ グ タ イムアウ ト 選択。 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマの間隔は、 このレジス タの 6 ビ ッ ト の

値によ っ て選択。 それは 32Hz カウン ト  (31.25ms) の乗数を表す。 タ イムアウ ト 値の範囲は

31.25ms (01h の設定 ) ～ 2 秒 (3Fh の設定 )。 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イ マ レジス タ を 「0」 にク リ アする

と、 タ イマが無効になる。 WDW ビ ッ ト が前のサイ クルで 「0」 に設定されている場合にのみ、 こ

れらのビ ッ ト は書き込み可能
注 : ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマが 32Hz のフ リ ーラ ンニング ( 周期 31.25ms) ク ロ ッ ク を使用するため、

セ ッ ト 時間間隔には 0ms ～ 31.25ms の追加時間がある

表 7.  レジス タ  マ ッ プ詳細 ( 続き )

レジス タ
説明

CY14B116K CY14B116M
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CY14B116K/CY14B116M
0x1FFFF6 0xFFFF6
割込みステータ ス／制御

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

WIE AIE PFE SQWE H/L P/L SQ1 SQ0

WIE ウォ ッ チ ド ッ グ割込みイネーブル。 「1」 にセ ッ ト し、 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イムアウ ト が発生する と、

ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマは INT ピン と WDF フ ラグを駆動。 「0」 にク リ アする と、 ウォ ッ チ ド ッ グ 
タ イムアウ ト は WDF フ ラグにのみ影響を与える

AIE ア ラーム割込みイネーブル。 「1」 にセ ッ ト する と、 ア ラームのマ ッ チは INT ピン と AF フ ラグを駆

動。 「0」 にク リ アする と、 ア ラームのマ ッ チは AF フ ラグにのみ影響を与える

PFE 電源異常イネーブル。 「1」 にセ ッ ト する と、 電源異常モニ タは INT ピン と  PF フ ラグを駆動。 「0」

にク リ アする と、 電源異常モニ タは PF フ ラグにのみ影響を与える

SQWE 方形波有効。 「1」 にセ ッ ト する と、 方形波は、 SQ1 と SQ0 ビ ッ ト を使用し てプログラムされた周

波数で INT ピ ン上で駆動される。 方形波出力は割込みロジ ッ ク よ り も優先される。 SQWE ビ ッ ト

が 「1」 にセ ッ ト された場合、 有効に された割込みソースがア ク テ ィ ブになる と、 該当する フ ラグ

のみが立て られ、 INT ピンは方形波の駆動を継続

H/L HIGH ／ LOW。 「1」 にセ ッ ト する と、 INT ピンはア ク テ ィ ブ HIGH に駆動される。 「0」 にク リ ア

する と、 INT ピンはオープン ド レ イ ンで、 ア ク テ ィ ブ LOW と なる

P/L パルス／レベル。 1 にセ ッ ト する と、 INT ピンは約 200ms 間、 割込みソースによ っ てア ク テ ィ ブ 
(H/L で判定 ) に駆動される。 「0」 にク リ アする と、 INT ピンはフ ラグ レジス タが読み出されるまで

ア ク テ ィ ブ レベル (H/L で判定 ) に駆動される 

SQ1、 SQ0 SQ1、 SQ0。 SQWE ビ ッ ト が 「1」 にセ ッ ト される と、 これらのビ ッ ト は INT ピン出力で方形波の

周波数を決定するために使用される。 以下は、 SQ1、 SQ0 のそれぞれの組合せの周波数 
(0、 0) - 1Hz 
(0、 1) - 512Hz 
(1、 0) - 4096Hz 
(1、 1) - 32768Hz

0x1FFFF5 0xFFFF5
ア ラーム - 月の日

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

M 0 ア ラーム日 (10 日の位 ) ア ラーム日 (1 日の位 )

月の日のア ラーム値および日の値を選択または選択解除するためのマ ッ チ ビ ッ ト を含む 

M マ ッ チ。 このビ ッ ト を 「0」 にク リ アする と、 日の値はア ラーム マ ッ チで使用。 このビ ッ ト を 「1」

にセ ッ ト する と、 マ ッ チ回路は日の値を無視

0x1FFFF4 0xFFFF4
ア ラーム - 時間

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

M 0 ア ラーム時間 (10 時間の位 ) ア ラーム時間 (1 時間の位 )

時間のア ラーム値および時間の値を選択または選択解除するためのマ ッ チ ビ ッ ト の値を含む

M マ ッ チ。 このビ ッ ト を 「0」 にク リ アする と、 時間の値はア ラーム マ ッ チで使用。 このビ ッ ト を 「1」
にセ ッ ト する と、 マ ッ チ回路は時間の値を無視

0x1FFFF3 0xFFFF3
ア ラーム - 分

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

M ア ラーム分 (10 分の位 ) ア ラーム分 (1 分の位 )

分のア ラーム値および分の値を選択または選択解除するためのマ ッ チ ビ ッ ト の値を含む

M マ ッ チ。 このビ ッ ト を 「0」 にク リ アする と、 分の値はア ラーム マ ッ チで使用。 このビ ッ ト を 「1」

にセ ッ ト する と、 マ ッ チ回路は分の値を無視

表 7.  レジス タ  マ ッ プ詳細 ( 続き )

レジス タ
説明

CY14B116K CY14B116M
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CY14B116K/CY14B116M
0x1FFFF2 0xFFFF2
ア ラーム - 秒

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

M ア ラーム秒 (10 秒の位 ) ア ラーム秒 (1 秒の位 )

秒のア ラーム値および秒の値を選択または選択解除するためのマ ッ チ ビ ッ ト を含む

M マ ッ チ。 このビ ッ ト を 「0」 にク リ アする と、 秒の値はア ラーム マ ッ チで使用。 このビ ッ ト を 「1」

にセ ッ ト する と、 マ ッ チ回路は秒の値を無視

0x1FFFF1 0xFFFF1
時間保持 - 世紀

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

世紀 (10 世紀の位 ) 世紀 (1 世紀の位 )

世紀の値の BCD 表記を格納。 下位ニブルは下位桁を格納し、 0 ～ 9 の値を持つ。 上位ニブルは上位
桁を格納し、 0 ～ 9 の値を持つ。 レジス タの範囲は 1 ～ 99

0x1FFFF0 0xFFFF0
フ ラグ

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

WDF AF PF OSCF BPF CAL W R

WDF ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマ フ ラグ。 この読み出し専用ビ ッ ト は、 ウォ ッ チ ド ッ グ タ イマが、 ユーザー

によ っ て リ セ ッ ト されずに 0 に到達し た時に 「1」 にセ ッ ト される。 フ ラグ レジス タが読み出され

る時、 または電源投入時に 「0」 にク リ ア される

AF ア ラーム フ ラグ。 この読み出し専用ビ ッ ト は、 時間と日が、 マ ッ チ ビ ッ ト  = 0 の時にア ラーム レ
ジス タ に保存された値と一致する場合、 「1」 にセ ッ ト される。 フ ラグ レジス タが読み出される時、

または電源投入時にク リ ア される

PF 電源異常フ ラグ。 この読み出し専用ビ ッ ト は、 電源が電源異常閾値 VSWITCH を下回る と、 「1」 に

セ ッ ト される。 フ ラグ レジス タが読み出される時にク リ ア される

OSCF 発振器異常フ ラグ。 発振器が有効であるが、 最初の 5ms 間に起動し ない場合、 電源投入時に 「1」

にセ ッ ト される。 RTC バッ ク ア ッ プ電源に異常が発生し、 ク ロ ッ クの値が有効でな く な っ たこ と

を示す。 このビ ッ ト は、 電源切断後に再投入し て も保持され、 内部的にチ ッ プによ っ て ク リ ア され
ない。 ユーザーはこの状況を確認し、 フ ラグを ク リ アするために 「0」 を書き込む必要がある。

ユーザーが OSCF フ ラグ ビ ッ ト を リ セ ッ ト する と、 このビ ッ ト は RTCp 時間の後に更新される

BPF バッ ク ア ッ プ電源異常フ ラグ。 バッ ク ア ッ プ電源 ( バッ テ リ またはコ ンデンサ ) に障害が発生し た

場合、 電源投入時に 「1」 にセ ッ ト される。 バッ ク ア ッ プ電源の障害発生の状況は、 電圧が指定さ

れた最小電圧を下回る こ と で判定。 BPF がデータ を保持する こ とができ るのは、 バッ ク ア ッ プ電

圧の定義された低レベル (VDR) まで。 このフ ラグを ク リ アするには、 ユーザーはこのビ ッ ト を リ

セ ッ ト する必要がある。 ユーザーが BPF フ ラグ ビ ッ ト を リ セ ッ ト する と、 ビ ッ ト は tRTCp 時間の

後に更新される

CAL 校正モー ド 。 「1」 にセ ッ ト する と、 512Hz の方形波が INT ピンに出力される。 「0」 にク リ アする

と、 INT ピンが通常動作を再開。 このビ ッ ト は SQ0 ／ SQ1 および他の機能よ り も優先される。 電

源投入時、 このビ ッ ト の初期値は 「0」 ( 無効 )

W 書き込みイネーブル : 「W」 ビ ッ ト を 「1」 にセ ッ ト する と、 RTC レジス タの更新が停止。 これで、

RTC レジス タ、 ア ラーム レジス タ、 校正レジス タ、 割込みレジス タ、 フ ラグ レジス タ に書き込む

こ とができ るよ う になる。 「W」 ビ ッ ト を 「0」 にク リ アする と、 時間が変更された場合、 RTC レ

ジス タの内容が時間保持カウン タ に転送される。 この転送プロセスは、 完了するのに tRTCp 時間を

要する。 電源投入時、 このビ ッ ト の初期値は 「0」 ( 無効 )

R 読み出し イネーブル : 「R」 ビ ッ ト を 「1」 にセ ッ ト する こ と で、 読み出し処理中にク ロ ッ クの更新

が行われないよ う にユーザー RTC レジス タへのク ロ ッ ク更新を停止。 「R」 ビ ッ ト を 「0」 にク リ

アする こ と で、 保持レジス タへのク ロ ッ クの更新を再開。 このビ ッ ト の設定には、 「W」 ビ ッ ト を

「1」 にセ ッ ト する必要はない。 電源投入時、 このビ ッ ト の初期値は 「0」 ( 無効 )

表 7.  レジス タ  マ ッ プ詳細 ( 続き )

レジス タ
説明

CY14B116K CY14B116M
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CY14B116K/CY14B116M
最大定格

最大定格を超える と、 デバイ スの寿命が短 く なる可能性があ り ま

す。 これらのユーザー ガイ ド ラ イ ンはテス ト されていません。

保存温度 ....................................................–65°C ～ +150°C

最大累積保存時間

周囲温度 150°C で ................................................. 1000 時間

周囲温度 85°C で ...........................................................20 年

最大接合部温度 ........................................................... 150°C

VSS を基準と し た VCC の電源電圧 ..............  –0.5V ～ +4.1V

High-Z 状態の出力に

印加される電圧 ......................................–0.5V ～ VCC+0.5V

入力電圧 .................................................. –0.5V ～ Vcc+0.5V

グラ ン ド 電位を基準と し た
任意のピンの過渡電圧 (<20ns) ..............–2.0V ～ VCC+2.0V

パッ ケージの許容電力損失 (TA=25°C) ......................... 1.0W

表面実装ハンダ付け
温度 (3 秒 ) ................................................................ +260°C

DC 出力電流 ( 出力 1 本当た り、 1 秒間 ) .................... 20mA

静電気放電電圧 ........................................................ >2001V
 (MIL-STD-883、 Method 3015)

ラ ッ チア ッ プ電流 .................................................... >140mA

動作範囲

製品 範囲
周囲 

温度 (TA)
VCC

CY14B116K ／
CY14B116M 産業用 –40°C ～ +85°C 2.7V ～ 3.6V

DC 電気的特性  

動作範囲 において

パラ メ ータ 説明 テス ト 条件 Min Typ[17] Max 単位

VCC 電源 – 2.7 3.0 3.6 V

ICC1 平均 VCC 電流 出力負荷な し で得られた値 
(IOUT = 0mA)

tRC = 25ns – – 95 mA

tRC = 45ns – – 75 mA

ICC2 STORE 中の平均 VCC

電流

全入力は 「 ド ン ト  ケア」、 VCC = VCC (Max)。

tSTORE 期間の平均電流

– – 10 mA

ICC3 tRC = 200ns 時の平均

VCC 電流、 VCC (Typ)、
25°C 

全入力は CMOS レベル。

出力負荷な し で得られた値 (IOUT = 0mA)

– 50 – mA

ICC4
[18] AutoStore サイ クル中

の平均 VCAP 電流

全入力は 「 ド ン ト  ケア」。 tSTORE 期間の平均電流 – – 6 mA

ISB VCCスタンバイ電流 CE > (VCC – 0.2V)。VIN < 0.2Vまたは> (VCC 
– 0.2V)。「W」と「R」ビットを「0」に
セット。不揮発性のサイクルが完了した
後のスタンバイ電流レベル。入力はスタ
ティック。f = 0MHz

tRC = 25 ns – – 750 µA

tRC = 45 ns – – 600 µA

IZZ ス リ ープモー ド 電流 全入力はCMOSレベルでスタティック。RTCはバッ
クアップ電源で動作

– – 10 µA

 注 :
17. Typ 値は 25°C、 VCC = VCC (Typ) でのものです。 完全にはテス ト されていません。

18. このパラ メ ー タは設計保証であ り、 テス ト されていません。

19. HSBピンは、アクティブHIGHとアクティブLOW両方のドライバが無効な時、VOH = 2.4VではIOUT = –2µAとなります。それらのドライバが有効な場合、標準のVOHと

VOLは有効になります。このパラメータは特性評価されていますが、テストされていません。

20. VCAP の Min 値は、 AutoStore 動作を完了するのに十分な電荷がある こ と を保証する ものです。 VCAP の Max 値は、 即時の電源切断サイ クルが発生し て も

AutoStore が正常に完了する よ う にパワーア ッ プ RECALL サイ クルの間に VCAP のコ ンデンサが必要な最小電圧まで充電される こ と を保証する ものです。 し た

がっ て、 指定し た Min と Max の範囲内で コ ンデンサを使用する こ と を常に推奨し ます。 

21. VCAP ピ ンの最大電圧 (VVCAP) は、 VCAP コ ンデンサを選択する際に指針と し て提供されています。 動作温度範囲における VCAP コ ンデンサの定格電圧は、 VVCAP

電圧よ り高 く なければな り ません。
22. これらのパラメータは設計保証であり、テストされていません。
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IIX
[19]

入力リ ーク電流 
(HSB を除 く )

VCC = VCC(Max), VSS < VIN < VCC –1 – +1 µA

入力リ ーク電流 (HSB) VCC = VCC(Max), VSS < VIN < VCC –100 – +1 µA

IOZ オフ状態の出力リ ーク
電流

VCC = VCC(Max), VSS < VOUT < VCC, CE or OE > VIH or 

BLE/BHE > VIH or WE < VIL

–1 – +1 µA

VIH 入力 HIGH 電圧 – 2.0 – VCC + 
0.5

V

VIL 入力 LOW 電圧 – VSS – 0.5 – 0.8 V

VOH 出力 HIGH 電圧 IOUT = –2mA 2.4 – – V

VOL 出力 LOW 電圧 IOUT = 4mA – – 0.4 V

VCAP
[20] ス ト レージ コ ンデンサ VCAP ピン と VSS 間 19.8 22.0 82.0 µF

VVCAP
[21, 22] デバイスによ っ て

VCAP ピン上で駆動さ

れた最大電圧

VCC = VCC (Max) – – 5.0 V

DC 電気的特性 ( 続き ) 

動作範囲 において

パラ メ ータ 説明 テス ト 条件 Min Typ[17] Max 単位

 注 :
17. Typ 値は 25°C、 VCC = VCC (Typ) でのものです。 完全にはテス ト されていません。

18. このパラ メ ー タは設計保証であ り、 テス ト されていません。

19. HSBピンは、アクティブHIGHとアクティブLOW両方のドライバが無効な時、VOH = 2.4VではIOUT = –2µAとなります。それらのドライバが有効な場合、標準のVOHと

VOLは有効になります。このパラメータは特性評価されていますが、テストされていません。

20. VCAP の Min 値は、 AutoStore 動作を完了するのに十分な電荷がある こ と を保証する ものです。 VCAP の Max 値は、 即時の電源切断サイ クルが発生し て も

AutoStore が正常に完了する よ う にパワーア ッ プ RECALL サイ クルの間に VCAP のコ ンデンサが必要な最小電圧まで充電される こ と を保証する ものです。 し た

がっ て、 指定し た Min と Max の範囲内で コ ンデンサを使用する こ と を常に推奨し ます。 

21. VCAP ピ ンの最大電圧 (VVCAP) は、 VCAP コ ンデンサを選択する際に指針と し て提供されています。 動作温度範囲における VCAP コ ンデンサの定格電圧は、 VVCAP

電圧よ り高 く なければな り ません。
22. これらのパラメータは設計保証であり、テストされていません。

デー タ保持期間およびア ク セス可能回数
動作範囲において

パラ メ ー タ 説明 Min 単位

DATAR デー タ保持期間 20 Years

NVC 不揮発性 STORE 処理回数 1,000,000 Cycles

静電容量 
以下の表は、静電容量のパラメータを示します。 [23]

パラ メ ー タ 説明 テス ト 条件
Max

(165-FBGA を除 く 全
パッ ケージ ) 

Max
(165-FBGA
パッ ケージ )

単位

CIN 入力容量 TA = 25 C, f = 1 MHz,
VCC = VCC (Typ)

8 10 pF

CIO 入力／出力静電容量 8 10 pF

COUT 出力容量 8 10 pF

 注 :
23. これらのパラメータは設計保証であり、テストされていません。
文書番号 : 001-92102 Rev. *B ページ 23/42



 
CY14B116K/CY14B116M
図 10.  AC テス ト の負荷と波形

AC テス ト 条件

入力パルス レベル................................................... 0V ～ 3V

入力の立ち上がり と立ち下がり時間 (10% ～ 90%) ..... <3ns

入力と出力のタ イ ミ ング参照レベル .............................. 1.5V 

熱抵抗 
次の表は、熱抵抗のパラメータを示します。[24]

パラ メ ー タ 説明 テス ト 条件 44-TSOP II 54-TSOP II 165-FBGA 単位

JA 熱抵抗
( 接合部と周囲間 )

テス ト 条件は、 EIA/JESD51 による、 熱

イ ンピーダンスを測定するための標準
的なテス ト 方法と手順に従 う

44.6 41.1 15.6 C/W

JC 熱抵抗
( 接合部と ケース間 )

2.4 4.6 2.9 C/W

 注 :
24. これらのパラメータは設計保証であり、テストされていません。

3.0 V

OUTPUT

CL

R1 

R2

789 

3.0 V

OUTPUT

CL 

R1 

R2

789 

577  577 

トライステート仕様

 5 pF30 pF
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RTC 特性 

動作範囲において

パラ メ ー タ 説明 Min Typ[25] Max 単位

VRTCbat RTC バッ テ リ  ピン電圧 1.8 3.0 3.6 V

IBAK
[26] RTC バッ ク ア ッ プ電流 TA = –40°C – – 0.45 μA

TA = 25°C – 0.45 – μA

TA = 85°C – – 0.60 μA

VRTCcap
[27] RTC コ ンデンサピン電圧 TA = –40°C 1.6 – 3.6 V

TA = 25°C 1.5 3.0 3.6 V

TA = 85°C 1.4 – 3.6 V

VBAKFAIL バッ ク ア ッ プ障害閾値 1.8 – 2.2 V

VDR BPF フ ラグ保持電圧 1.6 – - V

tOCS RTC 発振子の発振開始時間 – 1 2 s

tRTCp 「W」 ビ ッ ト を 「0」 にセ ッ ト 終了後の RTC 処理時間 – – 1 ms

RBKCHG RTC バッ ク ア ッ プ コ ンデンサの充電電流制限抵抗 350 – 850 Ω

 注 :
25. Typ 値は 25°C、 VCC = VCC(Typ) でのものです。 完全にはテス ト されていません。

26. VRTCcap または VRTCbat のいずれかから です。

27. VRTCcap > 0.5V の場合、 またはコ ンデンサが VRTCcap ピ ンに接続されていない場合は、 発振器は tOCS 時間内に起動し ます。 バッ ク ア ッ プ コ ンデンサが接続され、

VRTCcap < 0.5V の場合、 発振器の起動用にコ ンデンサを 0.5V に充電でき る よ う にする必要があ り ます。
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AC スイ ッ チング特性 
動作範囲において[28]

パラ メ ー タ

説明

25 ns 45 ns
単位サイ プレス パラ

メ ー タ
代替のパラ メ ー タ Min Max Min Max

SRAM読み出しサイクル

tACE tACS チ ッ プ イネーブル ア クセス時間 – 25 – 45 ns

tRC 
[29] tRC 読み出しサイ クル時間 25 – 45 - ns

tAA 
[30] tAA ア ド レス ア クセス時間 – 25 – 45 ns

tDOE tOE 出力イネーブルからデー タ有効までの時間 – 12 – 20 ns

tOHA
[30] tOH ア ド レス変化後の出力ホール ド 時間 3 – 3 – ns

tLZCE
[31]

 tLZ チ ッ プ イネーブルから出力ア ク テ ィ ブまでの時間 3 – 3 – ns

tHZCE 
[ 31, 32] tHZ チ ッ プ デ ィ セーブルから出力非ア ク テ ィ ブまでの時間 – 10 – 15 ns

tLZOE 
[31] tOLZ 出力イネーブルから出力ア ク テ ィ ブまでの時間 0 – 0 – ns

tHZOE 
[31, 32] tOHZ 出力デ ィ セーブルから出力非ア ク テ ィ ブまでの時間 – 10 – 15 ns

tPU 
[31] tPA チ ッ プ イネーブルから電源ア ク テ ィ ブまでの時間 0 – 0 – ns

tPD 
[31] tPS チ ッ プ デ ィ セーブルから電源ス タ ンバイ までの時間 – 25 – 45 ns

tDBE バイ ト  イネーブルからデー タ有効までの時間 – 12 – 20 ns

tLZBE
[31]

バイ ト  イネーブルから出力ア ク テ ィ ブまでの時間 0 – 0 – ns

tHZBE
[31, 32]

バイ ト  デ ィ セーブルから出力非ア ク テ ィ ブまでの時間 – 10 – 15 ns

SRAM書き込みサイクル

tWC tWC 書き込みサイ クル時間 25 – 45 – ns

tPWE tWP 書き込みパルス幅 20 – 30 – ns

tSCE tCW チ ッ プ イネーブルから書き込み終了までの時間 20 – 30 – ns

tSD tDW デー タ  セ ッ ト ア ッ プから書き込み終了までの時間 10 – 15 – ns

tHD tDH 書き込み終了からのデー タ  ホール ド 時間 0 – 0 – ns

tAW tAW ア ド レス セ ッ ト ア ッ プから書き込み終了までの時間 20 – 30 – ns

tSA tAS ア ド レス セ ッ ト ア ッ プから書き込み開始までの時間 0 – 0 – ns

tHA tWR 書き込み終了からのア ド レス ホール ド 時間 0 – 0 – ns

tHZWE 
[31, 32, 33] tWZ 書き込みイネーブルから出力デ ィ セーブルまでの時間 – 10 – 15 ns

tLZWE 
[31] tOW 書き込み終了後の出力ア ク テ ィ ブ時間 3 – 3 – ns

tBW バイ ト  イネーブルから書き込み終了までの時間 20 – 30 – ns

 注 :
28. テス ト 条件は、 3ns 以下の信号遷移時間、 VCC/2 のタ イ ミ ング参照レベル、 0V から VCC (Typ) までの入力パルス レベル、 および 24 ページの図 10 に示し た指定

の IOL ／ IOH の出力負荷と 30pF の負荷容量を想定し ています。

29. WE は SRAM 読み出しサイ クル中は HIGH でなければな り ません。

30. デバイ スは、 CE、 OE および BLE、 BHE が LOW であれば連続し て選択されます。

31. これらのパラ メ ー タは設計保証であ り、 テス ト されていません。

32. tHZCE、 tHZOE、 tHZBE および tHZWE は 5pF の負荷容量が付いている状態で指定されています。 遷移は定常状態の出力電圧から ±200mV で測定されます。

33. CE が LOW にな っ ている時に WE が LOW の場合、 出力は高イ ン ピーダンス状態のままです。 
文書番号 : 001-92102 Rev. *B ページ 26/42



 
CY14B116K/CY14B116M
図 11.  SRAM 読み出しサイ クル 1: ア ド レス制御 [34、 35、 36]

図 12.  SRAM 読み出しサイ クル 2: CE および OE 制御 [34、 36、 37] 

Address
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Data Output Output Data Valid
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ICC

tHZCEtRC
tACE

tAA

tLZCE

tDOE

tLZOE

tDBE

tLZBE

tPU tPD

tHZBE

tHZOE

[38]

 注 :
34. WE は SRAM 読み出しサイ クル中は HIGH でなければな り ません。

35. デバイ スは、 CE、 OE および BLE、 BHE が LOW であれば連続し て選択されます。

36. HSB は読み出し と書き込みサイ クル中は HIGH でなければな り ません。

37. BHE と BLE は x16 構成にのみ適用でき ます。
38. TSOP II パッ ケージはシングル CE オプシ ョ ンで、 BGA パッ ケージはデュ アル CE オプシ ョ ンで提供されています。 本デー タ シー ト では、 デュ アル CE デバイ ス

に対し て、 CE は CE1 と CE2 の内部の論理的結合を示し、 CE1 が LOW で、 CE2 が HIGH の場合、 CE は LOW です。 それ以外の場合は、 CE は HIGH です。 どの
チ ッ プ イネーブル ピン ( シングル チ ッ プ イネーブル デバイ スでは CE、 デュ アル チ ッ プ イネーブル デバイ スでは CE1 と CE2) において も、 中間電圧レベルは許
可されていません。
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図 13.  SRAM 書き込みサイ クル 1: WE 制御 [39、 40、 41、 42]

図 14.  SRAM 書き込みサイ クル 2: CE 制御 [39、 40、 41、 42]
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[43]

 注 :
39. BHE と BLE は x16 構成にのみ適用でき ます。
40. CE が LOW にな っ ている時に WE が LOW の場合、 出力は高イ ン ピーダンス状態で保持されます。
41. HSB は読み出し と書き込みサイ クル中は HIGH でなければな り ません。
42. CE または WE は、 ア ド レス移行中は >VIH でなければな り ません。
43. TSOP II パッ ケージはシングル CE オプシ ョ ンで、 BGA パッ ケージはデュ アル CE オプシ ョ ンで提供されています。 本デー タ シー ト では、 デュ アル CE デバイ ス

に対し て、 CE は CE1 と CE2 の内部の論理的結合を示し、 CE1 が LOW で、 CE2 が HIGH の場合、 CE は LOW です。 それ以外の場合は、 CE は HIGH です。 どの
チ ッ プ イネーブル ピ ン ( シングル チ ッ プ イネーブル デバイ スでは CE、 デュ アル チ ッ プ イネーブル デバイ スでは CE1 と CE2) において も、 中間電圧レベルは許
可されていません。
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図 15.  SRAM 書き込みサイ クル 2: CE 制御 [44, 45, 46, 47]

図 16.  SRAM 書き込みサイ クル 3: BHE および BLE 制御 [44、 45、 46、 47、 49] 

 注 :
44. BHE と BLE は x16 構成にのみ適用でき ます。

45. CE が LOW にな っ ている時に WE が LOW の場合、 出力は高イ ン ピーダンス状態で保持されます。

46. HSB は読み出し と書き込みサイ クル中は HIGH のままでなければな り ません。

47. CE または WE は、 ア ド レス移行中は >VIH でなければな り ません。

48. TSOP II パッ ケージはシングル CE オプシ ョ ンで、 BGA パッ ケージはデュ アル CE オプシ ョ ンで提供されています。 本デー タ シー ト では、 デュ アル CE デバイ ス

に対し て、 CE は CE1 と CE2 の内部の論理的結合を示し、 CE1 が LOW で、 CE2 が HIGH の場合、 CE は LOW です。 それ以外の場合は、 CE は HIGH です。 どの

チ ッ プ イネーブル ピ ン ( シングル チ ッ プ イネーブル デバイ スでは CE、 デュ アル チ ッ プ イネーブル デバイ スでは CE1 と CE2) において も、 中間電圧レベルは許

可されていません。

49. RTC レジス タへの CE と WE 制御の書き込みのみが許可されます。 CE または WE ピ ンが、 RTC レジス タへの書き込み用に LOW になる前に、 BLE ピン を LOW
のままに保持する必要があ り ます。
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(RTC レジス タ書き込みには適用されない )
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AutoStore ／パワーア ッ プ RECALL 特性

動作範囲において

Parameter Description
CY14B116K/CY14B116M

Unit
Min Max

tHRECALL 
[50]

パワーア ッ プ RECALL 期間 – 30 ms

tSTORE 
[51] STORE サイ クル期間 – 8 ms

tDELAY 
[52, 53] SRAM 書き込みサイ クルを完了する時間 – 25 ns

VSWITCH 低電圧 ト リ ガ レベル – 2.65 V

tVCCRISE
[53] VCC 立ち上がり時間 150 – µs

VHDIS
[53] HSB 出力デ ィ セーブル電圧 – 1.9 V

tLZHSB
[53] HSB から出力ア ク テ ィ ブまでの時間 – 5 µs

tHHHD
[53] HSB ア ク テ ィ ブ HIGH 時間 – 500 ns

図 17.  AutoStore またはパワーア ッ プ RECALL[54]

VSWITCH

VHDIS

tVCCRISE tSTORE tSTORE
tHHHD

tHHHD

tDELAY

tDELAY

tLZHSB tLZHSB

tHRECALL
tHRECALL

HSB out

AutoStore

Power-Up
RECALL

Read & Write
Inhibited
(RWI)

Power-Up
RECALL

Read & Write BROWN
OUT

AutoStore

Power-Up
RECALL

Read & Write Power-down
AutoStore

Note Note

NoteNote

VCC

[51][51]

[55][55]

 注 :
50. tHRECALL は、 VCC が VSWITCH を超える時から始ま り ます。

51. SRAM の書き込みが最後の不揮発性サイ クル以降に実施されていない場合、 AutoStore またはハー ド ウ ェ ア STORE は実行されません。

52. ハー ド ウ ェ ア STORE と AutoStore の開始時に、 SRAM の書き込み動作は、 tDELAY 時間の間有効のままです。

53. これらのパラ メ ー タは設計保証であ り、 テス ト されていません。

54. 読み出し および書き込みサイ クルは、 STORE、 RECALL の実行中、 および VCC が VSWITCH 未満の時は無視されます。

55. 電源投入および電源切断の間、 HSB ピンが外部抵抗を介し てプルア ッ プ される と HSB ピ ンにグ リ ッ チが発生し ます。
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CY14B116K/CY14B116M
ス リ ープ モー ド 特性

動作範囲において

パラ メ ータ 説明
CY14B116K/CY14B116M

単位
Min Max

tWAKE ス リ ープ モー ド からの復帰時間 (ZZ HIGH からウ ェ イ ク ア ッ プ

後の最初のア ク セスまでの時間 )

– 30 ms

tSLEEP ス リ ープ モー ド への移行時間 (ZZ LOW から CE ド ン ト  ケアま

での時間 )

– 8 ms

tZZL ZZ ア ク テ ィ ブ LOW 時間 50 – ns

tWEZZ 最後の書き込みから ス リ ープ モー ド 移行までの時間 0 – µs

tZZH ZZ ア ク テ ィ ブから DQ Hi-Z までの時間 – 70 ns

図 18.  ス リ ープ モー ド [56]

WAKEt

V

ZZ

WE

DataDQ

tSLEEP

t ZZH

t HRECALL

VSWITCHVSWITCH
CC

Read & Write
Inhibited
(RWI)

Power-Up
RECALL Read & Write Power-down

AutoStore
Sleep 
Entry

t WEZZ

Sleep 
Sleep 
Exit Read & Write

 注 :
56. デバイ スは、 ス リ ープ ルーチン を開始し、 tSLEEP 期間後にス リ ープ モー ド に移行し ます。
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CY14B116K/CY14B116M
図 19.  CE と OE 制御による ソ フ ト ウ ェ ア STORE および RECALL サイ クル [58] 

図 20.  Autostore イネーブル／デ ィ セーブル サイ クル

ソ フ ト ウ ェ ア制御 STORE および RECALL 特性 

動作範囲において [57、 58]

パラ メ ー タ 説明
25ns 45ns

単位Min Max Min Max
tRC STORE ／ RECALL 開始サイ クル期間 25 – 45 – ns

tSA ア ド レス セ ッ ト ア ッ プ時間 0 – 0 – ns

tCW ク ロ ッ ク  パルス幅 20 – 30 – ns

tHA ア ド レス ホール ド 時間 0 – 0 – ns

tRECALL RECALL 期間 – 600 – 600 μs

tSS 
[59、 60] ソ フ ト  シーケンス処理時間 – 500 – 500 μs

tRC tRC

tSA tCW

tCW

tSA

tHA

tLZCE

tHZCE

tHA

tHA
tHA

tSTORE/tRECALL

tHHHD

tLZHSB
High Impedance

Address #1 Address #6Address

CE

OE

HSB (STORE only)

DQ (DATA)

RWI

tDELAY Note

[61

[62

tRC tRC

tSA tCW

tCW

tSA

tHA

tLZCE

tHZCE

tHA

tHA

tHA

tDELAY

Address #1 Address #6Address

CE

OE

DQ (DATA)

tSS

Note

RWI

[61]

[62]

 注 :
57. ソ フ ト ウ ェ アのシーケンスは、 CE または OE 制御の読み出し処理に基づいて実行されます。

58. 6 連続ア ド レスは表 2 のリ ス ト 順に読み出さ なければな り ません。 WE は、 全 6 連続サイ クルの間 HIGH でなければな り ません。

59. これは、 ソ フ ト  シーケンス コ マン ド の処理に要する時間です。 効果的にコ マン ド を登録するには、 VCC 電圧は HIGH のままでなければな り ません。

60. STORE や RECALL と いっ た コ マン ド は、 その動作が完了するまで I/O を ロ ッ ク アウ ト し ます。 これはさ らにこの時間を増加させます。 詳し く は個々のコ マン ド
を参照し て く だ さ い。

61. TSOP II パッ ケージはシングル CE オプシ ョ ンで、 BGA パッ ケージはデュ アル CE オプシ ョ ンで提供されています。 本データ シー ト では、 デュ アル CE デバイ ス
に対し て、 CE は CE1 と CE2 の内部の論理的結合を示し、 CE1 が LOW で、 CE2 が HIGH の場合、 CE は LOW です。 それ以外の場合は、 CE は HIGH です。 どの

チ ッ プ イネーブル ピン ( シングル チ ッ プ イネーブル デバイ スでは CE、 デュ アル チ ッ プ イネーブル デバイ スでは CE1 と CE2) において も、 中間電圧レベルは許

可されていません。
62. tDELAY 時間が経過する と DQ 出力が無効と なるので、 6 番目の読み出し での DQ 出力デー タは無効と なる可能性があ り ます。
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CY14B116K/CY14B116M
ハー ド ウ ェ ア STORE 特性

動作範囲において 

パラ メ ー タ 説明
CY14B116K ／ CY14B116M

単位
Min Max

tDHSB HSB から出力ア ク テ ィ ブまでの時間 ( 書き込みラ ッ チがセ ッ ト されて

いない場合 )

– 25 ns

tPHSB ハー ド ウ ェ ア STORE パルス幅 15 – ns

図 21.  ハー ド ウ ェ ア STORE サイ クル [63] 

図 22.  ソ フ ト  シーケンス処理時間 [64、 65]

~ ~

HSB (IN)

HSB (OUT)

RWI

HSB (IN)

HSB (OUT)

RWI

tHHHD

tSTORE

tPHSB

tDELAY

tLZHSB

tDELAY

tPHSB

HSB pin is driven HIGH to VCC only by internal 
100 K  resistor, HSB driver is disabled
SRAM is disabled as long as HSB (IN) is driven LOW.

Write Latch not set

Write Latch set
~ ~

~ ~

~ ~

Address #1 Address #6 Address #1 Address #6

Soft Sequence
Command

tSS tSS

CE

Address

VCC

tSA tCW

Soft Sequence
Command

tCW
[66]

 注 :
63. SRAM の書き込みが、 最後の不揮発性サイ クル以降に実施されていない場合、 AutoStore またはハー ド ウ ェ ア STORE は実行されません。

64. これは、 ソ フ ト  シーケンス コ マン ド の処理に要する時間です。 効果的にコ マン ド を登録するには、 Vcc 電圧は HIGH のままでなければな り ません。

65. STORE や RECALL と いっ た コ マン ド は、 その動作が完了するまで I/O を ロ ッ ク アウ ト し ます。 これはさ らにこの時間を増加させます。 詳し く は個々のコ マン ド
を参照し て く だ さ い。

66. TSOP II パッ ケージはシングル CE オプシ ョ ンで、 BGA パッ ケージはデュ アル CE オプシ ョ ンで提供されています。 本デー タ シー ト では、 デュ アル CE デバイ ス
に対し て、 CE は CE1 と CE2 の内部の論理的結合を示し、 CE1 が LOW で、 CE2 が HIGH の場合、 CE は LOW です。 それ以外の場合は、 CE は HIGH です。 どの

チ ッ プ イネーブル ピ ン ( シングル チ ッ プ イネーブル デバイ スでは CE、 デュ アル チ ッ プ イネーブル デバイ スでは CE1 と CE2) において も、 中間電圧レベルは許

可されていません。
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CY14B116K/CY14B116M
SRAM 真理値表
HSB は SRAM 動作では HIGH のままです。

×8 構成

シングル チ ッ プ イネーブル オプシ ョ ン (44 ピン TSOP II パッ ケージ )

CE WE OE 入力と出力 モー ド 電源

H X X High-Z 選択解除／電源切断 ス タ ンバイ  

L H L データ出力 (DQ0 ～ DQ7) ； 読み出し ア ク テ ィ ブ 

L H H High-Z 出力無効 ア ク テ ィ ブ 

L L X データ入力 (DQ0 ～ DQ7) ； 書き込み ア ク テ ィ ブ 

×16 構成

シングル チ ッ プ イネーブル オプシ ョ ン (54 ピン TSOP II パッ ケージ )

CE WE OE BLE BHE 入力と出力 モー ド 電源

H X X X X High-Z 選択解除／電源切断 ス タ ンバイ  

L X X H H High-Z 出力無効 ア ク テ ィ ブ 

L H L L L データ出力 (DQ0 ～ DQ15) 読み出し ア ク テ ィ ブ 

L H L L H データ出力 (DQ0 ～ DQ7) ；

DQ8 ～ DQ15 High-Z

読み出し ア ク テ ィ ブ 

L H L H L データ出力 (DQ8 ～ DQ15) ；

DQ0 ～ DQ7 High-Z

読み出し ア ク テ ィ ブ 

L H H X X High-Z 出力無効 ア ク テ ィ ブ 

L L X L L データ入力 (DQ0 ～ DQ15) 書き込み ア ク テ ィ ブ 

L L X L H データ入力 (DQ0 ～ DQ7) ；

DQ8 ～ DQ15 High-Z

書き込み ア ク テ ィ ブ

L L X H L データ入力 (DQ8 ～ DQ15) ；

DQ0 ～ DQ7 High-Z

書き込み ア ク テ ィ ブ 
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×16 構成

デュ アル チ ッ プ イネーブル オプシ ョ ン (165 ボール FBGA パッ ケージ )

CE1 CE2 WE OE BLE BHE 入力と出力 モー ド 電源

H X X X X X High-Z 選択解除／電源切断 ス タ ンバイ  

X L X X X X High-Z 選択解除／電源切断 ス タ ンバイ  

L H X X H H High-Z 出力無効 ア ク テ ィ ブ 

L H H L L L データ出力 (DQ0 ～ DQ15) 読み出し ア ク テ ィ ブ 

L H H L L H データ出力 (DQ0 ～ DQ7) ；

DQ8 ～ DQ15 High-Z

読み出し ア ク テ ィ ブ 

L H H L H L データ出力 (DQ8 ～

DQ15) ；

DQ0 ～ DQ7 High-Z

読み出し ア ク テ ィ ブ 

L H H H X X High-Z 出力無効 ア ク テ ィ ブ 

L H L X L L データ入力 (DQ0 ～ DQ15) 書き込み ア ク テ ィ ブ 

L H L X L H データ入力 (DQ0 ～ DQ7) ；

DQ8 ～ DQ15 High-Z

書き込み ア ク テ ィ ブ

L H L X H L データ入力 (DQ8 ～

DQ15) ；

DQ0 ～ DQ7 High-Z

書き込み ア ク テ ィ ブ 
文書番号 : 001-92102 Rev. *B ページ 35/42



 
CY14B116K/CY14B116M
注文コー ド の定義

注文情報

速度
(ns) 注文コー ド パッ ケージ図 パッ ケージ タ イ プ 動作範囲

25 CY14B116K-ZS25XI 51-85087 44-pin TSOP II 産業用

CY14B116K-ZS25XIT 51-85087 44-pin TSOP II 

CY14B116M-ZSP25XI 51-85160 54-pin TSOP II 

CY14B116M-ZSP25XIT 51-85160 54-pin TSOP II 

45 CY14B116M-BZ45XI 51-85195 165-ball FBGA 

CY14B116M-BZ45XIT 51-85195 165-ball FBGA 

すべての製品は鉛フリーです。在庫状況については、最寄りのサイプレスの販売代理店にお問い合わせください。 

14

14 = nvSRAM

Company ID: CY = Cypress

B 116 ZS 25 X I T

Density: 116 = 16 -Mbit

Data Bus: K = x8 + RTC; M = x16 + RTC

Package Type: ZS = 44 -TSOP II; ZSP = 54-TSOP II; BZ = 165-FBGA

Speed: 25 = 25 ns; 45 = 45 ns

Temperature Grade: I = Industrial ( 40 oC to + 85 oC)

Option: T = Tape and Reel; Blank = Std.

CY K -

Voltage: B = 3.0 V

Pb-free

オプシ ョ ン : T = テープ & リ ール , ブ ラ ン ク  = 標準

温度 : I = 産業用 (-40°C ～ 85°C)

鉛フ リ ー

速度 : 25 = 25ns, 45 = 45ns

パッ ケージ : ZS = 44-TSOP II, ZSP = 54-TSOP II, BZ = 165-FBGA

デー タ  バス : K = ×8 + RTC, M = ×16 + RTC

容量 : 116 = 16M ビ ッ ト

電圧 : B = 3.0V

14 = nvSRAM

Company ID = サイ プレス
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CY14B116K/CY14B116M
外形図 

図 23.  44 ピン TSOP II パッ ケージ外形図 (51-85087)

51-85087 *E
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CY14B116K/CY14B116M
図 24.  54 ピン TSOP II パッ ケージ外形図 (51-85160)

外形図  ( 続き )

51-85160 *E
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CY14B116K/CY14B116M
図 25.  165 ボール FBGA (15 mm × 17 mm × 1.40 mm) パッ ケージ外形図 (51-85195)

外形図  ( 続き )

51-85195 *E
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CY14B116K/CY14B116M
略語 本書の表記法

測定単位

この製品の全エ ラ ッ タは修正済み、 発行日付コー ド 1431 (YY=14、 WW=31)。 詳細については、 デー タ シー ト 001-67786 Rev. *G
を参照する、 または http://www.cypress.com/support にてサイ プレス テ ク ニカル サポー ト まで連絡し て く だ さ い。

表 8.  本書で使用される略語

略語 説明

BCD Binary Coded Decimal ( 二進化十進表現 )

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor 
( 相補型金属酸化膜半導体 )

EIA Electronic Industries Alliance ( 米国電子工業会 )

FBGA Fine-Pitch Ball Grid Array 
( 微細ピ ッ チ ボール グ リ ッ ド  アレ イ )

I/O Input/Output ( 入力／出力 )

JESD JEDEC Standards (JEDEC 規格 )

nvSRAM nonvolatile Static Random Access Memory ( 不揮

発性ス タ テ ィ ッ ク  ラ ンダム ア ク セス メ モ リ )

RoHS Restriction of Hazardous Substances 
( 特定有害物質使用規制 )

RTC Real time clock ( リ アル タ イム ク ロ ッ ク )

RWI Read and Write Inhibited 
( 読み出し および書き込み禁止 )

TSOP II Thin Small Outline Package 
( 小型薄型パッ ケージ )

表 9.  測定単位

記号 測定単位

°C 摂氏温度

Hz ヘルツ

Kbit キロビ ッ ト

kHz キロヘルツ

kΩ キロオーム

μA マイ ク ロアンペア

mA ミ リ アンペア

μF マイ ク ロ フ ァ ラ ド

Mbit メ ガビ ッ ト

MHz メ ガヘルツ

μs マイ ク ロ秒

ms ミ リ秒

ns ナ ノ 秒

Ω オーム

pF ピ コ フ ァ ラ ド

V ボル ト

W ワ ッ ト
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CY14B116K/CY14B116M
改訂履歴

文書名 : CY14B116K/CY14B116M, リ アル タ イム ク ロ ッ ク付き 16M ビ ッ ト  (2048K × 8 ／ 1024K × 16) nvSRAM 
文書番号 : 001-92102

版 ECN 番号 発行日 変更内容

** 4341490 4/11/2014 これは英語版 001-67786 Rev *D を翻訳し た日本語版 Rev. ** です。

*A 5702664 04/25/2017 これは英語版 001-67786 Rev *J を翻訳し た日本語版 001-92102 Rev. *A です。

*B 6791873 01/31/2020 これは英語版 001-67786 Rev *K を翻訳し た日本語版 001-92102 Rev. *B です。
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© 　 Cypress Semiconductor Corporation, 2011-2020. 本書面は , Cypress Semiconductor Corporation 及び Spansion LLC を含むその子会社 ( 以下 「Cypress」 と い う 。 )
に帰属する財産である。 本書面 ( 本書面に含まれ又は言及されているあらゆる ソ フ ト ウ ェ ア若し く はフ ァ ームウ ェ ア ( 以下 「本ソ フ ト ウ ェ ア」 と い う 。 ) を含む ) は , ア
メ リ カ合衆国及び世界のその他の国における知的財産法令及び条約に基づき Cypress が所有する。Cypress はこれらの法令及び条約に基づ く 全ての権利を留保し , 本段
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セールス、 ソ リ ューシ ョ ンおよび法律情報

ワール ド ワイ ド な販売と設計サポー ト

サイ プレスは、 事業所、 ソ リ ューシ ョ ン セン タ ー、 メ ーカー代理店および販売代理店の世界的なネ ッ ト ワーク を保持し ています。
お客様の最寄りのオフ ィ スについては、 サイ プレスのロケーシ ョ ン ページをご覧 く だ さ い。
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ワイヤレス cypress.com/wireless

PSoC® ソリューション

PSoC 1 | PSoC 3 | PSoC 4 | PSoC 5LP | PSoC 6 MCU

サイプレス開発者コミュニティ

コミュニティ | サンプルコード | | Projects | ビデオ | ブログ | 
トレーニング | Components

テクニカルサポート

cypress.com/support
文書番号 : 001-92102 Rev. *B 改訂日 2020 年 1 月 31 日 ページ 42 / 42

ド 形式で提供されている本ソ フ ト ウ ェ アについて , Cypress ハー ド ウ ェ ア製品と共に用いるためにのみ , かつ組織内部でのみ , 本ソ フ ト ウ ェ アの修正及び複製を行 う こ
と , 並びに (b) Cypress のハー ド ウ ェ ア製品ユニ ッ ト に用いるためにのみ ,  ( 直接又は再販売者及び販売代理店を介し て間接のいずれかで ) 本ソ フ ト ウ ェ アをバイナ リ ー
コー ド 形式で外部エン ド ユーザーに配布する こ と , 並びに (2) 本ソ フ ト ウ ェ ア (Cypress によ り提供され , 修正がな されていないもの ) が抵触する Cypress の特許権のク
レームに基づき , Cypress ハー ド ウ ェ ア製品と共に用いるためにのみ , 本ソ フ ト ウ ェ アの作成 , 利用 , 配布及び輸入を行 う こ と についての非独占的で譲渡不能な一身専
属的ラ イセンス ( サブ ラ イセンスの権利を除 く ) を付与する。 本ソ フ ト ウ ェ アのその他の使用 , 複製 , 修正 , 変換又はコ ンパイルを禁止する。

適用される法律によ り許される範囲内で , Cypress は , 本書面又はいかなる本ソ フ ト ウ ェ ア若し く はこれに伴 う ハー ド ウ ェ アに関し て も , 明示又は黙示を とわず , いか
なる保証 ( 商品性及び特定の目的への適合性の黙示の保証を含むがこれらに限られない ) も行わない。 いかなる コ ン ピ ューテ ィ ングデバイ ス も絶対に安全と い う こ とは
ない。 従っ て , Cypress のハー ド ウ ェ アまたはソ フ ト ウ ェ ア製品に講じ られたセキュ リ テ ィ 対策にもかかわらず , Cypress は , Cypress 製品への権限のないア ク セスま
たは使用と いっ たセキュ リ テ ィ 違反から生じ る一切の責任を負わない。 加えて , 本書面に記載された製品には , エ ラ ッ タ と呼ばれる設計上の欠陥またはエ ラーが含まれ
ている可能性があ り , 公表された仕様とは異なる動作をする場合がある。 適用される法律によ り許される範囲内で , Cypress は , 別途通知する こ と な く , 本書面を変更
する権利を留保する。 Cypress は , 本書面に記載のある , いかなる製品若し く は回路の適用又は使用から生じ る一切の責任を負わない。 本書面で提供されたあらゆる情
報 ( あらゆるサンプルデザイ ン情報又はプログラムコー ド を含む ) は , 参照目的のためのみに提供された ものである。 この情報で構成するあらゆるアプ リ ケーシ ョ ン及
びその結果と し てのあらゆる製品の機能性及び安全性を適切に設計, プログラム, かつテス ト する こ とは, 本書面のユーザーの責任において行われる ものと する。Cypress
製品は , 兵器 , 兵器システム , 原子力施設 , 生命維持装置若し く は生命維持システム , 蘇生用の設備及び外科的移植を含むその他の医療機器若し く は医療システム , 汚染
管理若し く は有害物質管理の運用のために設計され若し く は意図されたシステムの重要な構成部分と し ての使用 , 又は装置若し く はシステムの不具合が人身傷害 , 死亡
若し く は物的損害を生じ させる よ う なその他の使用 ( 以下 「本目的外使用」 と い う 。 ) のためには設計 , 意図又は承認されていない。 重要な構成部分とは , それの不具合
が装置若し く はシステムの不具合を生じ させるか又はその安全性若し く は実効性に影響する と合理的に予想で き る よ う な装置若し く はシステムのあらゆる構成部分を
い う 。 Cypress 製品のあらゆる本目的外使用から生じ , 若し く は本目的外使用に関連するいかなる請求 , 損害又はその他の責任について も , Cypress はその全部又は一
部を とわず一切の責任を負わず , かつ Cypress はそれら一切から本書によ り免除される。Cypress は Cypress 製品の本目的外使用から生じ又は本目的外使用に関連する
あらゆる請求 , 費用 , 損害及びその他の責任 ( 人身傷害又は死亡に基づ く 請求を含む ) から免責補償される。

Cypress, Cypress のロゴ , Spansion, Spansion のロゴ及びこれらの組み合わせ , WICED, PSoC, CapsSense, EZ-USB, F-RAM, 及び Traveo は , 米国及びその他の国にお
ける Cypress の商標又は登録商標である。 Cypress のよ り完全な商標のリ ス ト は , cypress.com を参照する こ と。 その他の名称及びブ ラ ン ド は , それぞれの権利者の財
産と し て権利主張がな されている可能性がある。
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